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PREMESSA

Il presente prontuario riassume i dati tecnici pili importanti che
caratterizzano il maggior numero possibile dei transistori di tipo europeo,
usati particolarmente in campo radio e TV.

Cio allo scopo di fornire al tecnico riparatore ed a chi si dedica alla
realizzazione di apparecchiature sperimentali una guida utile e di facile
consultazione per l'identificazione delle principali caratteristiche elettriche
¢ meccaniche dei transistori di tipo pid corrente.

I dati raccolti in questo prontuario hanno naturalmente scopo essen-.
zialmente di orientamento.

Coloro che, dedicandosi alla progettazione di apparecchiature, neces-
sitino di informazioni tecniche pill dettagliate, potranno richiedere i ma-
nuali editi dalle case costruttrici dei semiconduttori.
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1. - ELENCO E DEFINIZIONI
DEI SIMBOLI DEL PRESENTE PRONTUARIO

frequenza

frequenza di taglio del guadagno di corrente con uscita in corto-
circuito (montaggio ad emettitore comune}

frequenza di transizione

guadagno di potenza

guadagno di trasduzione di potenza

guadagno di potenzagunilateralizzato

guadagno statico di corrente {emettitore comune)

corrente di collettore

potenza dissipata

resistenza esterna base-emettitore

resistenza termica fra la giunzione e I'ambiente (transistore in aria
libera)

resistenza termica fra la giunzione ed il contenitore

temperatura ambiente

temperatura del contenitore

temperatura della giunzione

tempo di commutazione in apertura

tempo di commutazione in chiusura

tensione collettore-base (emettitore aperto)

tensione collettore-emettitore

tensione collettore-emettitore {base aperta)

tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore chiusa
su un dato resistore Rpg)

tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore in corto-
circuito)

tensione collettore-emettitore (giunzione base-emettitore polariz-
zata in senso inverso)

ammerttenza di trasferimento diretto (uscita in cortocircuito; mon-
taggio ad emettitore comune)

ammettenza di trasferimento diretto (uscita in cortdcircuito; mon-
taggio a base comune) .
guadagno di corrente dinamico (uscita in cortocircuito; maniaggio
ad emettitore comune}.

. "
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2. - ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI USATE

alim. = alimentazione
ampl. = amplificatore
commut. = commutazione
compl. = complementare
cont. = contenitore
conv. =  convertitore
diss. =  dissipatore
orizz. =  grizzontale
oscill. = oscillatore
preampl. =  preamplificatore
sincr. = sincronizzazione
vert. =  verticale.

3. - COME CONSULTARE IL PRONTUARIO

Al fine di consentire una ricerca agevole e rapida, i transistori sono
stati riportati seguendo un ordine alfabetico.

Per ciascun transistore sono riportati i dati piG importanti, ripartiti
sostanzialmente in cinque colonne; nella testata orizzontale in’alto si trova.
incominciando da sinistra:

1) la sigla del transistore;

2) la struttura, ossia se ¢ PNP o NPN e, immediatamente sotto. il tipo
di contenitore: le connessioni relative sono riportate nelle ultime
pagine del Prontuario {Dati Transistori 2}:

3) lapplicazione tipica per la quale & stato particolarmente studiato
(per ragioni di spazio si sono adottate le numerose abbreviazioni
sopra specificate):

4} i valori massimi assoluti:

5) i dati elettrici caratteristici.

Tutte le grandezze sono indicate con le rispettive unita di misura,
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ossia:
V = volt kHz = chilohertz
A = ampere MHz = megahertz
mA = milliampére mS = millisiemens
W = watt ns = nanosecondi
°C = gradi centigradi Ms = microsecondi

E’ bene fare subito una distinzione fra i valori massimi assoluti e le
caratteristiche elettriche.

]

I valori massimi assoluti sono valori limite superati i quali il semi-
conduttore puo danneggiarsi in modo permanente.

Questi limiti dipendono dalle caratteristiche proprie del semiconduttore
e vengono quindi stabiliti dal costruttore.

Trattandosi di valori massimi assoluti, devono essere considerati come
le estreme possibilita del dispositivo. Le condizioni normali di progetto
devono rimanere molto al di sotto di questi valori, che non devono neanche
essere raggiunti durante le peggiori condizioni di funzionamento che si pos-
sano presentare.

Le caratteristiche elettriche, al contrario, mettono in risalto i parame-
tri piG importanti del semiconduttore ed esprimono una proprieta tipica,
in una specifica condizione di misura, per la quale il semiconduttore con-
sente prestazioni ripetibili.

Dopo queste precisazioni, possiamo ora esaminare il significato e I"esat-
ta interpretazione dei dati riportati.

4. - VALORI MASSIMI DI TENSIONE E DI CORRENTE

Sono riportati i valori delle tensioni inverse di rottura applicate alle
munzioni collettore-base ¢ colletrore-emettitore. {l valore massimo di ten-
sione Vepo corrisponde alla tensione inversa di roteura c}glla giunzione col-
lertore-base {con emettitore aperto). S
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La tensione di rottura della giunzione collettore-emettitore interessa
invece due giunzioni: la giunzione collettore-base, polarizzata sempre in
senso inverso, e la giunzione emettitore-base che al contrario pud essere
aperta, chiusa su un determinato resistore Rpg. chiusa in cortocircuito,
oppure polarizzata in senso inverso con una determinata tensione.

A queste quattro condizioni corrispondono tensioni di rottura di valore
progressivamente crescente, indicate rispettivamente con i simboli Vegg

Vcer: Vees: Veex-

La corrente di collettore l¢ indicata rappresenta il valore massimo,
da non superare, per evitare di danneggiare il transistore.

AVVERTENZA: tutti i valori massimi di tensione e di corrente ripor-
tati sul presente prontuario sono espressi solo numericamente, ossia essi si
intendono, ovviamente, negativi per i transistori PNP e positivi per 1 tran-
sistori NPN,

5. - VALORI MASSIMI DI POTENZA E DI TEMPERATURA

Ciascun transistore € caratterizzato da una temperatura di giunzione
massima ijax, superata la quale esso si danneggia.

La temperatura di giunzione Tj di un transistore dipende da tre varia-’

bili:
la temperatura ambiente T,
la dissipazione di collettore P
la resistenza termica Rihy
secondo la relazione

Tj = Ta +Rtha - P.

Esaminiamo brevemente il significato di queste tre grandezze.
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La temperatura ambiente T, & la temperatura dell’ambiente in cui si
trova il transistore, la quale puo essere anche relativamente alta a causa del
calore prodotto da resistori o transistori di potenza che si trovino nelle
immediate vicinanze del transistore considerato.

La potenza P ¢ quella dissipata sul collettore: per un amplificatore
in classe A, e data da:

P = VCE ‘ lC
dove b
Vce ¢ la tensione continua collettore-emettitore;

Ic & la corrente continua di collettore, nelle normali condizioni di
funzionamento.

Come accade per qualsiasi resistore, I’energia corrispondente alla po-
tenza P dissipata dal transistore viene trasformata, per effetto Joule, in
energia termica. Cid determina un aumento della temperatura di giunzione,
che si porta ad un valore pid alto di quello della temperatura Ty. Questo
aumento & tanto maggiore quanto pid elevata & la potenza dissipata.

La resistenza termica Rthg ¢ un coefficiente termico, denominato
“resistenza termica giunzione-ambiente”, tipico di ciascun transistore, che
indica di quanti gradi centigradi aumenta la temperatura della giunzione per
ogni watt di potenza dissipato sul collettore.

In pratica si pud dire che la resistenza termica Rtha definisce Iattitu-
dine del transistore considerato a cedere all’ambiente esterno, attraverso il
proprio contenitore, il calore prodotto nel suo interno a causa della potenza
dissipata.

In corrispondenza della massima temperatura di giunzione Tjmax am-
messa, si otterrd dunque la massima potenza Pmax che il transistore puo
dissipare, secondo la relazione:

1) P ijax - Ty

max = .
Rtha
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Questa formula consente quindi di calcolare la massima potenza che
un transistore. supposto in aria libera. puo dissipare.

Tenendo presente quanto detto precedentemente a proposito della
resistenza termica Rihg, ¢ intuitivo che. aumentando la superficie del con-
tenitore. ad esempio corredandolo di un dissipatore termico o di alette di
raffreddamento. & possibile aumentarce la massima potenza dissipabile. In
questo caso la resistenza termica giunzionc-ambiente Rihy puo essere pid
convenientemente considerata la somma di due parti e cioe:

2} Rtha = Rthe + Rehd
dove
Rihe ¢ la resistenza termica fra la giunzione ed il contenitore:

Rihd ¢ la resistenza termica del dissipatore (o pid precisamente fra
il dissipatore ¢ "ambicnte .

Dopo questa spiegazione preliminare. possiamo esaminare ora 1 dati
riportati sul presente manuale.

Il valore di potenza P indicato ¢ quello massimo che il transistore p'ub
dissipare in aria libera. cioé senza alette di raffreddamento: esso ¢ normal-
mente riferito ad una temperatura Ty = 25 °C. salvo i cast in cui e specifi-
cato cspressamente un valore di T, diverso.

Si pud osservare in ogni caso che ¢ sempre possibile calcolare la poten-
za massima Py. dissipabile in aria libera ad una temperatura ambiente di
valore qualsiasi Ty, applicando la seguente formula:
Ti - Tax
3) Py =P 2%
Tj -T,

dove

P ¢&la potenza massima riterita alla remperatura ambiente Ty;
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¢ la temperatura massima della giunzione:

(I
4

Tax & la temperatura ambiente in corrispondenza della quale si vuole
calcolare la potenza Py:

T, ¢&la temperatura ambiente. letta sulla tabella, per la quale si ottiene
la potenza nota P.

ESEMPIO
b

Per il transistore AC116 sono riportati i seguenti dati:
P= 145 mW Tj=90°C

Poiché non ¢ indicato uno specifico valore di Tj. si intende che questa
potenza & valida per una temperatura ambiente T, = 25 °C.

Supponiamo ora di voler conoscere la potenza massima Py che il tran-
sistore AC116 & ancora in grado di dissipare ad una temperatura ambiente
Tax = 45 °C. -

Applicando la formula 3) si trova:

La potenza massima che il transistore AC116 puo dissipare a tempe-
ratura ambiente Tax = 45 °C risulta dunque di soli 100 mW.

In altri casi il valore massimo di potenza P indicato sui dati ¢ riportato
in funzione, oltre che della temperatura Ty, di una specifica aletta per il
raffreddamento o per il fissaggio su un dissipatore di calore, le cui caratte-
ristiche sono espressamente chiarite.

Alcuni tipi di alette, di tipo standard, sono state numerate ¢ le loro
dimensioni sono riportate al termine del Prontuario (Dati Transistori 2).
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In molte situazioni pratiche, essendo nota la resistenza termica giun-
zione-contenitore Rihe e fissata la temperatura ambiente di funzionamento
Ta, & opportuno conoscere qual & la resistenza termica del dissipatore di ca-
lore Rihd, necessario perché la temperatura di giunzione non superi il limite
assoluto Timax-

In questo caso, st calcola dapprima la resistenza termica Riha con la
formula:
T; - Ta

4) Riha = _J?___

Nota dai dati la resistenza termica Rihe, tenendo presente la relazio-
ne 2} si potra trovare poi la resistenza termica del dissipatore Rehd, data da:

Rthd = Rtha - Rihe-

ESEMPIO

Siano Tj = 125 °C la temperatura massima della giunzione
T, = 60°C la temperatura massima ambiente
P = 1 W la potenza massima da dissipare

Applicando la formula 4) si otticne:

Ty~ Ta 125 -60
Rtha = P = ] = 065 °C/W.

Se la resistenza termica giunzione-contenitore ¢ Rihe = 50 °C/W, la
resistenza termica del dissipatore Rihd dovra essere:

Rihd = Rtha - Rthe = 65 - 50 = 15 °C/W

(nel caso particolare in cui il dissipatore dovesse essere clettricamente iso-
lato dul contenitore del transistore, mediante opportuna rondella isolante,
occorterh tener conto anche della resistenza termica di contatto fra conte-
nitore ¢ dissipatore. In pratica, al valore di Rehd caleolato nel modo su
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indicato potra essere sottratto un valore di resistenza termica compreso

fra 0,2 ¢ 1 °C/W).
I'm; - Nota la resistenza termica del dissipatore, la sua superficie pud essere
‘ AN trovata mediante il grafico della fig. 1.
AY
i \\ Per Pesempio considerato, in corrispondenza di Rehd = 15 °C/W si
AN trova 39 cm?, che & la superficie del dissipatore di calore di alluminio
\\\AJ (1 mm) (spesso 1 mm) necessario per il raffreddamento del transistore.
! N
\ N 1l dissipatore deve avere preferibilmente forma quadrata. Nel caso di
" Al N forma rettangolare, la lunghezza del lato pid corto deve essere almeno due
terzi di quella del lato maggiore.
8 Al (3 mm}
A NFH
(em?) Cu (2 mm) \\ Sovente, infine, nel caso di transistori di grande potenza, i valore limite
{ = ---;\ di dissipazione indicato dal costruttore & quello massimo teorico, corrispon-
=N dente all'impiego di un dissipatore infinitamente grande.di modo che la
. \ : \ sua temperatura coincida praticamente con la temperatura ambiente.
; N .
\ Ne risulta che, in tali condizioni ipotetiche, la resistenza termica giun-
" L\ - zione-ambiente ¢ identica alla resistenza termica giunzione-contenitore
6 + N {Rtha = Rthe).
6 —\
;‘ Sui dati riportati & precisata, in questi casi, la temperatura massima
i A~ Aren di una fachca ammessa del contenitore T, per la quale si ha, con dissipatore infinito, il
T valore di potenza massimo, dato da:
2 I . -
Montaggio verticale p _ Timax - Tc
max = —ga—
1 it igdt v
! 2 Lo 2 o Si fa presente che questo valore di potenza ¢ puramente teotrico, non
———— Rud I'C/W) essendo realizzabile in pratica un dissipatore infinitamente grande. La po-
tenza che il transistore potra dissipare in condizioni reali di funzionamento
3 inferiore.
GRAFICO PER DETERMINARE LA SUPERFICIE DEL sard sempre tneriore
DISSIPATORE Questo modo di indicare la potenza, che sembra a prima vista non esse-

re utile in pratica, serve invece per fare il calcolo senza tener conto del

Fig. 1 tipo di aletta che verra usato.
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Infatti, dare la Ppax ¢ come indicare la resistenza giunzione-conteni-
tore essendo:

Tj—TC;

Rthe = Prax

Ottenuto questo valore, se si conosce la resistenza termica Rehd del
dissipatore che si intende adottare, si puo calcolare la resistenza termica
giunzione-ambiente R¢ha con la relazione:

Bitha = Rehe + Rehd.

In base al valore di Ryha cosi calcolato si pud risalire con la formula 1)
al valore massimo reale di potenza dissipabile in funzione della temperatura
ambiente T, e del dissipatore prescelto. Diversamente, nota la potenza che
il transistore deve dissipare ¢ la temperatura ambiente, si calcola il valore
della resistenza termica giunzione-ambiente Rtha con la relazione 4) e si
procede poi come gia visto in precedenza per determinate le dimensioni del
dissipatore da usare.

6. - DATI ELETTRICI CARATTERISTICI

Le proprieta elettriche dei transistori possono essere rappresentate sotto
forma di quantita numeriche, dette PARAMETRI, le quali indicano le relazioni
esistenti tra le tensioni e le correnti all’ingresso ed all’uscita.

Sul prontuario sono stati riportati i parametri che di solito interessano
di pif, e che ora saranno brevemente descritti.

L’amplificazione statica di corrente hre {connessione ad emettitore
comune) & il rapporto:

lc
hee =7~
B

per specificati valori di corrente I¢ e di tensione V¢ : poiché la dipendenza
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dalla tensione V¢g & piccola, talvolta il valore di hpg & dato solo in fun- -
zione di I¢ .

Il yuadagno di corrente statico hgg e indicativo dell’attitudine del
transistore ad amplificare le frequenze molto basse, ed in tale campo la sua
dipendenza dalla frequenza puo ritenersi trascurabile.

L amplificazione dinamica {cioé in corrente alternata) di un transistore
nella connessione ad emettitore comune ¢ definita invece dal parametro 8,
che indica il rapporto tra la variazione della corrente di collettore {per ten-
sione di collettore costante) e la variazione corrispondente della corrente di
base che I'ha provocata.

Il valore di 8 riportato sul prontuario ¢é riferito alla frequenza conven-
zionale di 1 kHz.

Sovente un dato tipo di transistore viene suddiviso dal costruttore in
diverse classi di cuadagno (sia statico sia dinamico}, contraddistinte con
g g . - . . ]
numeri, lettere o punti colorati: per ciascuna classe sono stati riportatt, in
questi casi. o il valore tipico o i valori minimo e massimo del guadagno
hee oppure B) corrispondente per specificati valori di I¢ e Vg .
FE ©pp p C CE

Il guadagno di corrente dinamico B. sensibilmente costante per le fre-
quenze basse, decresce invece rapidamente con le frequenze alte.

La frequenza di taglio f3 ¢ la frequenza a cui il guadagno di corrente
dinamico f§ & sceso al 70,7 Z del valore a 1 kHz.

La frequenza di transizione fr, detta anche prodotto guadagno-am-
piezza di banda, ¢ invece la frequenza a cui il guadagno di corrente dinamico
B raggiunge 'unita.

La frequenza di taglio fg e la frequenza di transizione fr sono legate
approssimativamente dalla seguente relazione: '

f"r=6-fﬁ

dove § & il guadagno a 1 kHz ad emettitore comune.
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Per definire il comportamento di un transistore amplificatore in alta
frequenza si riportano i valori del guadagno di potenza, che pub essere
espresso in diversi modi. a seconda delle condizioni di lavoro e delle condi-
zioni circuitali in cui si trova il transistore.

il guadagng di potenza Gp ¢ definito come il rapporto fra la potenza
trasferita al carico e la potenza in ingresso: esso ¢, per dati parametri, fun-
zione solo dell'impedenza del carico ed ¢ indipendente da quella del gene-
ratore.

1l guadagno di potenza btr ¢ il guadagno dato dal rapporto fra la po-
tenza trasferita al carico e la potenza disponibile dal generatore di ingresso;
esso quindi dipende sia dall'impedenza del generatore che dall'impedenza
del carico.

Il guadagno massimo di potenza Gy invece & il guadagno dato come
rapporto fra la potenza in uscita e quella di ingresso. nelle condizioni di
carico perfettamente adattato e circuito neutralizzato con rete passiva senza
perdita.

L'ammettenza di trasferimento indicata yfe (connessione ad emettitore
comune) o yfh (connessione a base comune). infine, definisce praticamente
la transconduttanza del transistore. cioé il rapporto fra la variazione della
corrente di uscita I e la corrispondente variazione della rensione di in-
gresso Vpgp .

Questo parametro & funzione delle condizioni di lavoro e soprattutto
della frequenza f di funzionamento.

Si fa presente che i valori di tensione Vg e di I¢ riportati sul prontua-
rio, quando ¢ riportato il parametro yg},, sono da intendersi rispettiva-
mente Vep ed Ig.
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TIPO
SIGLA & IMPIEGO VALORI MAUSSIMI CARATTERISTICHE a ¢ Ve
CONT. {Ta = 25 °C) (T = 25 9C) {mA) W
PNP Ampl. pitots BF Veeo - 18V F 145 mW galle f§  :55- 985 4 [i]
AC116 vepo : 0V Tj : 80°C verde @ 85-140 4 5
T0-1K Ic  :02A  Rthe: 200°C/W hrg @ 65 20 1
g 15kHe a 6
PNP Ampl. BF VCEQ (18 V P : 026 W bpg : 120 50 ]
AC117 Vepo 32V Tj g0 ec fB : 10 kHz 10 2
TG -1K I : 1A Aype : 40 OC/W
" PNP Ampl. BF .
AC17P AC117 : h : -
TO-1K  compl. ACIZSP Dati tecnici come ACT17 eccetto FE ¢ 60 - 400 B0 2
PNP Ampl, BF VgEQ @ 20V P : 0,15 W iV hpg : 47 2
impiego generale Voo 20V Ta 45 °C V hrg: 78 2
. - [+] i
AC121 Ic 103 A TJ 90 oC V1 heg @ 114 3
Rine : S0 °C/W VIl hgg 200 3
"ﬁ ¢ 17 kHz 20 5
T0-1 fT & 15 MHz 20 5
PNP Preampl. BF VCEQ : 18V P 130 mW rosso 3 40 - 65 2 6
Vepo - 30V T;: so°C giallc § 66 - 95 2 5
ic 102 A verde § 85 - 140 2 g
Aciz2 viola § 130 - 200 2 6
bianco 170 - 300 2 1
TO-18L fg 15 kHz L) 6
PNP Impiego e dati 1ecnici come AC122 eccetto:
AC122/30 Veeg 32 V
TO-18L Veceo 45 V
PNP Ampl. pilota BF VeoEg - 32V 4 ;145 mW hrg : 65 20 1
Vopg : 45V ‘Tj : 80°C gislo £ :55- 95 4 6
AC123 Ic 102 A Rihe : 200 °CAW verde [ :85-140 4 6
TO-1K fﬁ + 16 kHz 4 6
PNP Ampl. finale BF VCEQ : 32 V P 0,26 W hfg : 62,5 850 6
AC124 vepp 46V Tj 90 °C fg o1t kHz 10 2
TO-1K Ic 1A Rene - 40 °CW
PNP i o . ) 2
AC124P T0-1K Impiego e dati tecnici come AC124 eccetto: hEg - 60- 170 150
PNP Preampi. e Vogo © 12V P C05W hFE : 100 2 -]
pilota BF Vepo © 32V Ty @ 45°0C g :12s 2 5
Ic eTA alettan. e fr : 1.7 MHz 10 2
ACT25 diss. 12,6 cm2 'ﬁ © 17 kHz 10 2
T :80°C
T0-1 Ripa : 300 OCW
PNP Preampl. ¢ VegEo - 12V P ;05w hEg - 140 2 5
pilota BF Vego - 32V Ta 45 °¢ 8 180 2 5
I :01 A aletta n. 1 e fr 2,3 MHz 10 2
AC126 diss. 12,6 cm2 g @ 17kHz 10 4
T 90 °C
Q-1 Riba : 300 °CAW
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t k)
e s e e
TIPO VA t CARATTERIST
SIGLA e IMPIEGD LORI MASSIM ERISTICHE & 1 Vge
CONT. Ty = 25 0) {T; = 26 9¢} mAy o4
NPN Pilota e finale BF VEED 12 V P 10,34 W hgg : 100 20
compl. AC128 o VeRo ! 32V Ty : 4500 fr : 2BMHz 10 2
ACI32 Ic :0BA  alettan.te i 20 kHz 10 2
AC127 dis. 12,6 cm2
Tj : 80°C
Rthg : 370 OC/W
TC-1 Rthe : 110 °CW
PNP Finale BF VCEQ 16 V P HEER R hgg : 100 50
compl. AC127 Vego 32V alettan. 1e fr 1 1B MHz 10 2
AC128 1c 1A diss, 12,5 cm? ig 15 kHz 10 2
T : sac°c
Ryha : 260 °C/W
TO-1 Ripe : 40 °C/W
PNP Preampl. BF Veeo ¢ BV P 12 mW 8 140 - 135
AC120 basso rumaora VCBO ¢ 8V Ta: 45 9C f3 35 kHz 0,25 2
c-18 Ig $10mA T 60°C
NPN Stadi Veep @ 10V P : 145 mW hpg : >25 10 1
AC130 siner, orizz, TV Yoo @ 20V Tj: 90°C T >2MHz 10 1
TO-1 ic 1A
PHP Ampl. finale BF VCEQ : 18V P : 216 mW heg : 100 50 2
ACI3Y VCpo c W0V T;: #0°C 8 10 kHz 10 2
TO-18L Ic 1A
PNP Ampl, BF . » . .
AC131P TO-18L compl. AC186P Dati tecnici come AC131 eccetto: hEE : 60 - 400 180 2
PNP Ampl. BF VCEQ : 32V P :215 mW hfE : 100 50 2
AC131/30 compl. AC186P VepQ (45 V T;: g0°C 3 10 kHz 10 2
TO-18L ‘ Ic 1A
PNP Finale BF VCED : 12V 4 : 0BW hpg : 136 20
compl, AC127 Vepo : 32V Ta : 459C tr 2 MHz 10 z
¢ 102 A alettan. 1e f3 17 kHz 10 2
AC132 diss. 12,5 cm?
T : 90°C
Riha ! 300 °C/W
TO-1 Rihg : 50 °CAW
PNP Ampl. pilota BF VCEQ 1BV P:O1EW B : 3 1 [
AC134 VRO 120 V f3 1650 kHz 1 3
TO-1 I 1 36 mA fr ¢ 0.8 MHz
PNP Amp, finale BF VCEQ : 18V P:0I5W g :65 50 1
AC135 Vepg @ 20V f1 :0,8 MHz
TO-1 Ig 02 A .
PNP Ampi. finale BF VeEQ ¢ 2BV P :015W 8 :75 50 1
AC138 Vepo : BV f: 0,8 MHz
TO-1 Ic  :02A
. B 1
PNP Preampl, BF VieEQ ' 32V P :015W g
Ac13? T0-1 basto rumore ic 1 35 mA ip: 0.8 MHZ

e

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

TiPO VALQRI MASSIMI CARATTERISTICHE a |
c
SIGLA e IMPIEGO T, = 26 60) T, = 25 00) "y e
CONT.
PNP Ampl. pilota BF VCEQ @ 20V P :072W £ : 30-250 5 6
Commutazione Yepo 25 Y Ty : 459 fr 01,2 MHz
AC138 Ig 1,2 A aetan. 1
con diss. alluminio
12,5 em2, spessore 1,5 mm
T0O-1 Tj: soecC
PNP Ampl. finale BF Dati tecnici come AC138 eccetto: hFg : 40-110 400
AC139 Commutazicne Vepo 132V fr :1LBMHz
T0-1 i 1A
AC141 NPN Ampl. finale BF Dati tecnici come AC138 eccetto: hEE @ 40- 110 400
TO-1 Commutazione Vepp 32V fr 24 MHz
NPN . ) 5
AC1418 TO-1 Impiego e dati tecnici come AC138.
NPN Ampl. finale BF Vepp @ 32V P :086W hpg © 4G- 119 400
I 1,2 A Ta: 450C tr 24 MHz
ACIK con diss. alluminig
12,5 cm2, spessore 1,5 mm
TO-1K Tj: e0°
PNP Impiego e dati tecnici come AC138 eccetto:
Ac1a2 TO-1 Vggo 32V
PNP . . .
AC142K TO-1K Impiego e dati tecnici come ACT41K eccetta: tr :1.2MH:z
PNP Preampl. BF VCoEQ (1B YV P 01w gialle 65- 95 F4 ]
basso rumore Vceo : 30 vV Tj : 75°C verde [ : 85-140 2 8
ACI50 Ic : 50 mA viola £ :130-200 2 5
biance £ 180 - 300 2 B
TO-18L ig + 15kHz 4 ]
PNP Ampl. BF VeED : 4V P :DISW v g 30- 60 2 1
usc generate Voo : 32V Ta 45 °C v f 50- 100 2 1
I 10,2 A T : 80°C vl § : 75-150 2 1
ACI51 Rthe : 50 9CHW Vit g :126- 260 3 .1
hrg : 47 2 05
fg : 15kHz 1 5
TG-1 fr @ LEMHz 1 5
ACI51 PNP Ampl. BF Dati tecnici come AC151 ma suddiviso solo
f TQ-1 usc ganerale nelle tre classi di guadagno IV, ¥, V1.
PNP Ampl. BF VCEQ : M4V P Q15w IV hgg : 30- 60 2
compl. AC127 Vegg : 32V Ta : 480C ¥  hgg : 50-100 2
ACISZ g 105 A T, : 90°C VI hgg : 75- 150 3
Aihe ¢ 50 OCW fg 15 kHz 5 5
TO-t fr 1.8 Mhz 5 s
PNP Ampl. BF VCER : 32V P I ¥ hEgp: 66 50
compt. AC176 {RBE : =500 L2) T¢ 45 0C Vi hgg @ 97 50
AC1E3 vego 132V T 90 °C VIl hgg : 167 50
Ig 1A Rihg : 300 °C/W fg 15 kHz 10 2
TO-1 Rihg @ 40 OCAWY fr : 1,5MHz . 10 2




18 DATI TRANSISTORI 1 RSTT
TIPO
SIGLA & IMPIEGO VALORI Massimi CARATTERISTICHE lc Ve
CONT. T, = 26 o) [Ta = 26 °C} (ma) V)
PNP Ampl, BF VCER: 32 V P 1w ¥V hFg: 66 50
campl. AC176K (RBE : =500 T :45°C Vvl heg : 97 50
AC163K Vepo:32 v T :80°% VIl hgg : 167 50
g 1A Athe : 45 OC/W fg 15 kHz 10 2
TO-1K fr ¢ 1,5 MHz 10 2
PP Preampl. BF VgEQ : 10V P 50 mwW rosso 8 . 35- B5 03 45
basso rumore VRO 15V Tj:75°C gislle  f 66- 100 03 a5
AC180 e 1 10 mA verde 8 : 80-150 03 45
viola f§ :120-250 03 45
t0-18L i 2 MHz 03 45
k
L |
PNP Ampl. BF VCED : 24V P 0,16 W hFg : 93 2 5
AC162 Voeo : 32V Ta 45 oC g :8-17 2 §
I :02A T 90 oC 1ﬁ ;17 kHz 10 2
TO-1 Rihe 50 °CAW L7 MHz ¢ 2
PNP Ampt. BF VeEo : 4V P QM5 W hEE : 125 2 5
ACtE3 Voo r 32V Ta 45 °C # :130-300 2 5
'] 02 A Tj 90 °C i 17 kHz 10 2
T0-1 Rthe © 50 9C/W T 2.3 MH; w2
PNP Preampl. e Vceo : 16V P ;90 mW hFg : 125 7 5
ACT70 pilota BF vepo 32V Ta: 46 9C 8 80-170 7 5
Ic 02 A Tj:00°C 'ﬁ 17 kHz 10 z
TO-18L T : 1.7 MHz 10 2
PNP Preampl. e Veep : 1BV P : 90 mwW hFg : 180 2 5
ACTT1 pilota BF VepQ ;- 32V Tg: 45 °C f - 130-300 2 6
Ig :02A Tj : 90 °C i 7 kHz 10 2
TO-18L fr 23 MHz 10 2
NPN Preampl. BF VCEQ 132V P :02W g :45-110 1 5
ACI72 basse rumore VCBo 32V Tj: s0°cC fr:2,5 MHz 10 2
TO-1 '] : 10 mA
NPN Ampl. finale BF VCEQ : 18 V P :02EW hFe @ 165 50 B
AC17S Veeo (26 V T 90 °C iﬁ 20 kHz 10 2
TO-1K Ic 1A Rihg : 40 °C/W
NPN Ampil. BF N
AC175P TO-1K  compl. AC117P Dati tecnici come AC175 eccetio: hFE : 100 -400 150 2
NPN Ampl, BF VCEQ : 18V P AW hFg : 35 50
ACHT6 compl. ACIS3 Vceo 32V Te :48°9C fﬂ 1 16 kHz 10 2
e 1A T :g0°C T @ 3MHz 0 2
TO-1 Rthc © 40 OC/W
NPN Ampl, BF Ve 18V P 1w hFE : 35 50 2
ACT78K compl. AC153K Yepo (32 v Te :45°C fr 3 MHz 10 2
ic c 1A T :80°C
TO-1K Rihe @ 45 °C/W
PNF Ampl. finale BF Veep : 15V 4 0,18 W hgg : 186 50 2
ACTTE compl. ACI79 VeRo t 0V T, 45 9C t3 10 kHz 10 2
e :07a T 80 °C
TO-1K Rthe 40 OCAW
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DATI TRANSISTORI 1 RSTT
gela R0 GO VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE e Ver
CONT. {Ta = 25 °C) [Ty = 25 °C) {mA} )
PNP 5 ) .
AC178P TO-1K Impiego € dati tecnici come AC178 eccetto: hgEg : 100 - 400 150 2
NPN Ampl, finale BF Vegg ¢ 15V P 08 W hgg - 185 50 2
AC179 compl. AC178 Veso @ 20V T,a : 450C 15 20 kHz 10 2
ic 10,7 A T : %0
TO-1K Rthe : 40 °C/W
NPN . . .
AC1T9P TO-1K Impiego e dati tecnici come ACI79 eccetto: hEE : 100 - 400 150 2
PNP Ampl, finale BF VCEDQ : 16V P ;03 W Vv  hfg : 50-100 600 i
compl, AC181 VCBRD ¢ 32V T :100°C V1 hpg: 75-150 £O0 1
AC180 Ig 16 A Rihe © 30 °C/W VI hpg 1 125- 250 600 1
fr : 2,5 MHz 1 6
TO0-1 5B 20 kHz 1 [
ACIB0K PNP Ampi. finale 8F Dati 1ecnici come AC18‘0 ECcetto:
TO-1K compl, AC181K P :044W
blu hgg = 70 ¥ i
Equivalente all'AC180, ma selezionato viola hpg : 90 10 1
ACI800 per I'impiego negli stadi pilota di BF bianco hfg : 125 10 1
grigio  hgg 195 10 1
NPN Ampl. finale BF VCED : 16V P 103 W V  hpg: 50-100 600 1
compl. AC180 Vego (32 v T :100°C VI hggp: 75-150 600 1
AC181 I'] 1A RAthe : 30 °C/W VI heg 1 125-250 600 1
ty 45 MHz 1 6
TO-1 g 35 kHz 1 ]
NPN Ampl. finale BF Dati tecnici vome AC18T eccerto:
ACIBIK 151K compl. ACI8OK P DAMW
blu hgg : H 10 1
Equivalente all’AC181, ma selezionato viola heg : 90 10 1
Ac131d per I'impiego negli stadi pilota di BF bianco hfg : 125 10 1
grigic hFg : 195 0 1
NPN Preampl. 8 Vegg @ 16V P i 025W v f§ 78 2 ]
pilota BF Vego : 32V T 1009€C vi g 110 2 8
AC183 Ic  :015A  Rehe : 100 OCW vil g 170 2 6
fr @45 MHz 1 6
T0-1 fﬁ 35 kHz 1 6
PNP Ampl. finale BF "VCEQ 1 16V P 02T W V  hfpg: 50-10Q 300 '
compl. AC135 Veeo : RV Ty :100°C Vi hfg: 75-180 300 1
AC184 Ic  :05A  Fp: BOOCAW Vil hgg ; 125- 250 300 1
f1 : 25MHz 1 6
TO-1 '6 20 kHz 1 6
blu hpg @ 70 10 1
Equivalente all’AC184, ma selezionato viola hpg : 90 10 1
AC184D per I'impiege negli staddi pilota di BF bianco hfg : 126 10 1
grigio  hFg : 195 10 1




DATI TRANSISTORI 1 RSTT DATI TRANSISTORI 1. RSTT 2]

TIPO TIPO
SIGLA ' IMPIEGO VALOR! MASSIMI CARATTERISTICHE s o Vee SIGLA o IMPIEGO VA’-ﬁ“'_ ;:AOSS'M' CARATTERISTICHE a I WVee
CONT. {Ta = 25 °C) (T = 26 °C) may (v} CONT, a =25°C) (Ta = 25 °C} tma) tv)
NPN Ampl. finale BF Vcep @ 16V 14 ;02TW ¥V hpg: H0-100 300 1 PNP Armpl. finale BF VCED (45 V P L 30w Ul hpg @ 4% 50
compl. AC184 Voo - RV T :100°C VI hfFg: 76-150 300 1 di potenza Vego t 64 v Te 45 °C IV hpe @ 74 50
AC185 g : D& A Rthe : B0 9CW VI hgp @ 125 - 250 300 1 AN Circuiti alim, Ig : 3A Ti 90°C vV  hpg:124 50
T As o Rthe : 1.5 °C/W fr  :0,35 MHz 500 2
TO-1 fg : 36 kHz L] TO-3 @ 10kH 500 2
biu hpg = 70 10 1 ) - -
. PNP . : .
ACT88D Equivalente al’AC185, ma selezionato viola bFg : 90 10 1 :mpl finate BF Veeg 60V P ; SUGW il bFg - 49 50
per I'impiego negli stadi pilota di BF biance hpg @ 25 10 1 '_ pmenza Veeo - 80V T, :46°C itV hpp: 74 50
grigio beg : 195 10 1 AD132 Circuiti alim, Ic  : 3A T, :e00C vV  hEg : 124 50
Rthg @ 1,5 PCW fr 0,35 MHz 500 d
. TO-3 fr -
NPN Amgl. pilota e vedp: 18V P 02I6W heg : 100 0 2 g ¢ 10kH: e 2
AC186 finale BF Veeo : W0V L fﬁ : 20 kHz 0 2
TO-18L Ig 07 A PNP Ampl, finale BF VCED 132V P : 36W I hpg : 50 500
di potenza VeBo (50 V Te : 45°C tV heg : 75 500
] AD133 Cireuiti alim, Ig 15 A T, £ 100 °C V¥ hfg : 125 500
NPN Ampl. finale BF . . . . ) FE -
AC186P TO-18L  compl. ACT3IP Dati tecnici come AC186 eccetto: hfg : 100 - 400 150 2 Reng © 1,5 °CW fr 0.3 MH:z ‘E:‘DD s
TO-41 fB . BkHz 500 &
NPN Ampl. finale BF VCEQ 15V P ;0,66 W hFE : 300 300 1 —_—
compd. AC188 Vepo 125V Ta : 45°9C fr © 3IMHz 10 2 PNP Ampl. finale BF VCEQ 122V P HERRE ) W hgg . 75 560
AC187 ic 1A alettan. ¥ e fg : 20kHz 10 2 di potenza Vepo 40V Te : 459 v hfg : 125 500
diss. 12,5 em2 AD136 Circuiti alim, '] 10 A Tj ;100 °C VI hfg ;180 500
T 80°%C ‘ Rihe © 5 °C/W f1 0,3 MHz 500 6
¥0-1 R 40 °CW TO-8 fg 0 BkHe 50 6
NPN Ampl. finale BF YCEQ 1BV P 0Ba W hpg : 91 - 455 50 PNP ¢ finale BE . . .
compl. AC188K Vego 1235V Ta : 45°C fT : 5MHz 10 2 Ampt, finale B :CEO : 25V P : 30:\! hEE : 62,5 500 16
tc - 1A alettan. 1e fg :120kHz 0 2 AD138 ceo 40V Te @45 oC g ¢ 85 kHz 500 6
ACI187K dits. 12.6 cm? Ic : 8A Tj 809
T, : 909 TO-3 Rthe @ 1.5 °C/W
TO-1K Rehe @ 45 9CW L
PNP Impiego e dati tecnici come AD138 eccetra:
PNP Ampl. finale BF Dati tecnici come AC187 eccetto: fr 1.5 MHz 10 2 AD138/50 VeEQ (35 V
AC188 T0-1 compl, AC187 ’ﬂ . 10 kHz 10 2 TO-3 Verg 70V
AC12EK PNP Ampl, finale BF Dati tecnici come AC187K eccetto: 1 :15MHz 10 2 PNP Ampl. finale BF VeED : 20V P oi13wW hEE 1> 20 10 10
TO-1K  compl. ACIB7K fg @ W0khz e 2 AD138 Vepg t 32V Te :389C fr OB MH: 100 2
Ic 135 A T :90°%C fg 10 kHz 100 2
PNP Ampl. BF Vepo : 32V P 043 W § :30-500 1 6 SO0F-9 Reng © 4 OCW
AC1I9 bassa rumore Ig 1025 A Tj: 90 o fr : 5,5 MHz
TO-1 Commutazicne PP Ampl. finale BF VeEp 1 50V P 30w hfFg : B0 - 176 1000 2
AD142 Commutazione VeBo (B V Te : 55¢°C
PNP Pilota BF Vepo @ 32V P :043W fi +30- 500 L o I
Ac1s2 TO-1  Commutazione Ic :025A Tj: soec iy 6,5 MHz TO-3 Fahe 2 1.5 9C/W .
PNP Pilota BF Vegp 32V P :072W hEg : 90-400 400 PNP Impiego e dati tecnici come AD142 eceetto:
Commutazione Ic 1A aletta n. 1 fr ¢ 3MHz AD143 VeEQ 30V
AC193 con chiss. alluminio TO-3 VeBo (B0 V
12,6 cm2, spessore 1,6 mm
- [
T0-1 Ty: 80°C . PNP Impiego e dati tecnici come AD143 eccetto:
AD143R VCEDQ 25V
PNP Impisgo e dati tecnici come AC193 eccetto: T0-3 VeRo 32 V
AC193K 101K P :0,86W
. PNP Ampl, finale BF W 26V P :135 W IV h . Bl 50
PNP Ampl. tinals BF VgED :30V P 30W I hpg : 49 g mpl. fina VCEO oy e v FE . "
di patenza VRO 32V Te @ 45°C IV hpg: 74 pod ADME C80 P hFE @ 88
AD130 Cirguiti alim. Ig : 3A T o ge°C ¥V hpg: 124 a00 2 Ic 35 A LI L f1 045 MHz 500 2
Rihg * 1,5 °CW fg + 10kHz 00 2 S0T-9 Rihe : 4 C/W g 12kHz 500 2

TO-3 fr 0,35 MHz
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DATI TRANSISTORI 1 RSTT

TIPO
SIGLA 8 IMPIEGO VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE fe Vee
CONT. (T, = 25 °¢) (T = 25 °C} mA} (V)
PNP Amgpl. finale BF VCEQ : 3V P 1275 W IV hpg : 50 50 1
: o .
AD14g Vg S0V Te 45 9C ¥V hpg: 82 50 3
o :35A Ti : 100 °C fr 105 MH:z 500 2
T0-3 Rehe © 2 °C/W f3 @ T0kHz 500 2
PNP Ampl, finala BF VCEQ - 30V P L2155 W IV hfg 50 50 1
AD150 VCBO * B2V Te 45 °C vV  hFg B2 50 1
I ;356 A T :100°C fy : 0,45 MHz 500 2
T0-3 Rihe © 2 °CW fﬁ 12 kHz 500 2
PNP Ampl. finale BF VQEQ : 23V P 6W hFg : 83 50 6
V&o 45V Te : 46°C 15 : 11 MHz 10 2
AD162 g 1A Tj 90 °C
SOT-8 Rthe = 7.5 %CW
PNP Ampl. finale BF VCEQ : 15V P4 6W hFg - 125 50 [}
: Vegp (B Y Te : 459 fa 11 kHz 10 Z
AD15S I 1A T :90°C
SOT-9 Rehe : 7.5 °C/W
PNP . . -
AD155P S0T-8 Impiego e dati tecnici come AD1S5 eccetto: hgg : 65 - 320 500 1
PNP Commutazione e Veeg 118V P aw hgg @ B3 500 65
AD159 cirewiti alim. veeo (40 V Tc :45°C fr 03 MHz 500 6
Ic : BA Tj 180 °C fﬁ B kHz 500 6
10 -8 Rihe : 5 9CW ~
PNP Commutazione € Veeo 2V P 9w hEg : 156 500 05
circuiti alim. Vepo t 40V T, :45°9C fyr @ 0.3 MHz 500 ]
AD1E0 Ic  :10A T :90°C tg i BkH: 50 6
T0-8 Fithe : 5 9C/W
NPN Ampl. finale BF VCEQ 120V P 4W hgg : 80 - 320 500 1
compd, AD162 VCBO @ 32 V Te :72°% fr 3 MH2 10 2
AD161 Ig 1A T :80°C fg 36 kHz 300 2
s0T-9 Rthe : 4,5 °C/W
PNP Ampl. finate BF Veep 20 V P 6w vV hEg: 67 50
compl. AD161 Vego t 32V T @ 683°C VvVl hpg: 98 50
Ic 1A T, o VI hgg : 170 50
AD162 Rehe © 8,5 °C/W VIl hEE - 235 50
tr ¢ 1,5 MHz 300 2
S0T-8 ] 15 kHz 300 2
PNP Ampl. finale BF e VCEQ : BOV P W Il hrg: 30 50
circuiti alim. VCBo s 100V Te : 45°C 1} hpg @ 49 50
AD163 ic ¢ 3A T :90°C IV hgg: 74 50
Athe : 1,5 °CW fr ;0,35 MHz 500 2
T0-3 fﬂ 10 kHz 500 2
PNP Ampt, finale BF VCEQ c W0V P BW heg : 120 50 6
cirguiti alim. Vgeo 125 V Te :45°C 18 11 kHz 10 2
AD164 g c 1A T, :90°%
50T -9 Rthe : 7.6 °CW

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

TIPO
SIGLA e IMPIEGO VALOR} M?SSIMl CARATTEREOSTICHE 8 g Vee 1
CONT. {Ta = 26 °C) {Fa =25 °C} imA} V) (MHz}
PNP ) A
AD184P SGT-9 Impiego 8 dati tecnici come AD164 eccetto: hpg : BD - 145 S00 1
NPN Ampl. finale BF VCEQ : 20V P :53W hgg : 180 50 6
Voo (2B Y Te :459C g 20kHz w2
AD188 Ic 1A T ":90°C
S0T-9 Rine : 8,5 °CW
NPN . . -
AD165P S0T-9 Impiega & dati tecniei come AD1E5 eceatta: hgg : 80 - 345 500 1
PNP Ampt. finale BF VCEQ : 26V P : BW hfg : 83 50 i3
Vogo 45 V T, : 45°C £z : 11 kHz 10 2
AD168 Ic 1A T 80 b
SOT-9 Rthe : 7.5 9C/W
PNP ) . -
AD169F 0T Impiego & dati tecnici come AD1G9 eccetto: hfEg : 40 - 160 500 1
PNP Ampl. oscill, VHF VCEQ (25 V P :75mW B 20 1 12
AF102 Veeo (26 V Ta: 45 °C fT 180 MHz 1 12
TO-7 ic ma Tji75RC Yip: 26 m$ 192 200
PNP Ampl. RF-FI VCER : 12 V P : 30 mW hgg : 50 1 12
AF105 per OM -0C {RRE : 30 KE)  Ty: 45°C g :60 9% 6
Vego 125 V Tj: 759 Yig 19 mS 095 6
RO-87 fr 122 MHz 05 6
PNP Preampl. RF VCEQ 18 W P : 60 mwW hegg : 70 2 6
oscill. conv. VHF VCBO : 25 V Ta: 45 °C g : 68 112
AF106 I :10mA  Tj:90°C Yie © I6mS 112 38
T0-72 fr o : 220 MHz 1012
PNP . . -
AF106A T0-72 Impiego e dati tecnici come AF 106 eccetto: hrg : 20 112
PNP Aropl. RF Veeg : 15V P : 60 mW hFg ; 55 2 -1
AF109R fino a 260 MHz Vigo 20V Ta: 45 °C ¥ip : 22 m§ 15 12 200
TO-72 13 10mA Tj:80°C t3 @260 MHz
PNP Impiego ¢ dati tecnici come AF124 eccetto:
AF114 P ;50 mW
TO-7 T,: 45 °C
PNP kmpiego o dati tecnici come AF126 sccetto:
AF115 P ;50 mW
T0-7 Tat 45 9C
PNP Impisgo e dati teenici come AF126 eccetto:
AF118 P : 50 mW
TO-7 Ta:45°C
AF117 :':)F-T Impiego e dati tecnici come AF127
PP Ampl. finale VCEQ 1 70V P 04w hpg : 180 10 2
videa TV VcBo : 70V alettan, 4 vig : 130 mE 10 6 10,7
AF112 lc :30mA T} : 75°C f7 @175 MHz 0 6
TQ-7 Rtha : 250 °C/W
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DATI TRANSISTORI 1 RSTT

TIPO
SIGLA p IMPIEGO VALORI MASSiMI CARATTERISTICHE a Ic Vce !
CONT. Ta = 25 °C) (T, = 26 °C) mAl (VI (MH2)
PNP Ampl. AF VeEQ (25 V P 65 mw hgg : 75 3 10
AF121 oscill, AM-FM Vego (25 Ta 45 °C Yie BO mS 3 10 35
fing 2 100 MHz Ic “1WmA T IBCC Gy 19 dB 2 5 100
TO-72LR Rypg © 220 °C/W fr 1270 MHz 3 10
PNP Ampl. RF-FM VeED (1B V P 40 mW hEE : 140 V6
fino a 100 MHz Veeg t 32V Ta 45 °C § :180 1 6
AF124 Ic 1omA T 75 °C ¥ip - 150 mS 1 ) 100
Ripc © 400 °C/W Gp : 14dB 16 o0
TO-72R 7 75 MHz 1B
¥
PNP Ampl. RF -Fl Voep 15 V P 40 mW hgg : 140 1 6
oscill, finp a Veeo 32V Ta 45 °C g 150 16
AF126 27 MHz lc  :10mA T 75 °C Vie | 34mS 1 6 107
Ripe : 400 9C/W Gy : 13dB 16 100
TO-72R T 75 MHz 1B
PNP Ampl. RF-F1 VCED (15 V P 40 mW heg : 140 16
tino a V6 MHz Vego 32V Ta 45 °C § 150 1 [
AF126 Ie 1gma Tj o 759 Vig : 32mS 1 & 107
Rthc : 900 OC/W Gp : 2548 T 6 07
TG-72 R i1 75 MHz 1 6
PNP Ampl. RF -FI VCEQ : I8V P 40 mw heg : 140 1 6
tino a 6 MHz Vepp t 2 Y Ta : 45°9C § :150 1 6
AF127 Ic lomA T 75 °C Vig © 37mS 1 6 045
Ryhc © 400 OC/W Gp : 42dB 0.45
TO-72A T 75 MHz 106
PMP Ampl. RF VCEQ ¢ BV P12 mW 3 :26-135
AF128 per OM-0QC Vego - 9V T, :45°9C tr 6 MHz 9,25 10
c-18 Ig (1omA Tj 260 °C
PP Ampl. RF per VHF  Vcgg : 18V P B0 mW g 110 1 6
AF134 (REg : 30k Tz :45°C Vit 22 ms 1 & 100
JO-72L vego 125V Tj 176 °C fr 55 MHz 1 6
PNP Ampl_AF per VHF  VCgR : 18 V P 6O mW i) 100 1 [
AF135 IRge : 30k} Ty :459C Yip - 21 mS 1 8 W
T0- 72L Vegp (25 V T : 76 °C [ 50 MHz 1 6
PNP Ampl. RF VCER ( 1BV P 60 mW g :80 t &
AF136 oscill. conv. (RRE : 30 kS Ty:45°C Vie 138 mS L 5
TO-72L Vepg t 25V Fj :75°C fT @ 40 MHZ 1 B
PNP Ampl. RF-FI VCER : 18V P 60 mW 8 60 LI .
AF137 per MA-MF (RBe :30kS2} T :.46°C vig : 36 mS 1 B 0,7
TG-72L Vego c BV Tj :759C tr : 35 MHz 1 8
T . S . . 100 1 8
PNP Ampl. Fl Dati tecaici come AF137 eccetto: g
AF138 . 1 8
TO-72L  per MA-MF fro: 40 MM
I .
PNP Amgl. RF VCEG (1BV P :60mW WEE ”ms f 12 o0
AF139 oscilt. conv. UHF VCBO @ 20 V Ty - 45°C Yin :'t!-':“ 16 12 800
fino a 860 MHz Ig  :10mA T :80°C G 5'!’ Wiz 1e 12
T0-72 b -

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

25
TIPO VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE a |
sIGLA a IMPIEGO " e S 3 fc Vee f
CONT. {Ta = 25 °C) {Ta = 25 °C} {mA} {V] {MHz)
PNP Ampl. RF per MF Voo 10V P :BOmW g 100 15 ]
AFt42 Ig ;10 mA T :80°C v @ 18 mS 1 9 100
10-7 i1 1150 MHz
PNP Oscill. conv. per MF VeBD s 30V P :80mW g 88 1.5 [
AF143 I lomA T 80°C Yip : 15mS 1 9 100
TO-7 130 MH2
PNP Ampl. FI Voo 0V P .80 mW 8 . 85 16 B
AF144 per MA-MF Ig ;10mA T 1 80°C Yfe = 37 mS 1 6 107
Gym @ 26dB 16 6 107
TC-7 fr 1 130 MHz 15 6
AF146 PNP Oscill. canv. Vceo - 30V P :BOmW g 100 1 (]
TO-7 per OM-0OC 1c 1 10 mA T : 80 oc
AFia7 PNP Ampt. RF per MA VeBo 124V P ;80 mW g :80 1 6
TO-7 I ;10mA Tj :BOOC
AF143 PNP Oscitl. corv. VCBO 124V P :BO mW g :100 1 -]
TO-7 per OM-0QC g ;10mA Ty 190 og
AF149 PNP  Ampl. Flper MA  pati tecnici come AF171
TO-7
PNP Ampl, Fl per MA Voo 124 V P80 mW 8 : 10 1 ]
AF150 Ig ;10 mA Tj :90°C Yje = 37mS 1 9 0,45
T0-7 Gypm : 345 dB 1 8 D045
AF164 PNP Impiega e dati tecnici come AF142
10-24 piego
AF 165 PNP Impiege e dati tecnici come AF143
TO-44 Pieg
AF166 PP Impiege e dati tecnici come AF144
10-44 wieae
AF168 PNP Imngpi e dati tecnici come AF146
TO-44 iege
AF169 PP Impi dati ici come AF147
10-44 mpiego e dati tecnici co
AF170 :_:F: 4 Impiego e dati tecnici come AF148
AF171 PNP Ampl, Fl per MA vepg (24 V P 80 mW 8 1 225 1 6
TO-44 le :10mA T :750°C Gum :34.5dB 1 6 045
AF172 PNP Impiego e dati tecnici come AF150
TO-44




26 DATI TRANSISTOR] 1 RSTT
TiPa VALORI MASSIMI
SIGLA & IMPIEGO A CARATTERISTICHE a ¢ Vgg f
CONT. Ty = 25 9C) (Ta = 25 9C) (mAl (V) (MH2)
PNP Amgpl. RF VCBO : 25 V P : 60 mw hFE : > 20 1 12
AF178 oscill. conv. VHF Ig 10mA  Ta:45°C g :>20 1 12
Tj 759 vip © 25 m$S 112 g00
TO-42 fT 1 180 MHz 1 12
PNP Ampl. Fl VCEQ : 25 V P 95 mW ¥fe @ BOmS 3 10 35
AF179 video TV VeRo (25 V T, : 80°C fr 1270 MHz 3 10
TO-12 iz - 10 mA Rihe @ 170 °C/W
PNP Ampl. RF per VHF VCED 125 V P :0,166 mW ¥ig :35mS 35 10 200
AF180 vcw 126V Tj: 75°C Gp :14dB 35 10 200
TO-12 © :20mA
PNP Ampl. F1 VCER 130V P 10,156 mW heg : 60 3 10
AF181 video TV Vesp 30V Ti 759C ¥fe @ 85 mS 3 10 35
TO-12 Stadio contrallata Ic 120 mA Rthe @ 140 °C/W fr : 170 MHz 3 10
PNP Preamgpl. RF VCED (25 V P46 mW Gy, : 9dB 2 10 B6O
AF186 {punto rero} Viepo (25 V Ta :450C fr 820 MHz 2 10
& conv, oecill. Ic :15mA T 175 °C ners ¥g, ¢ 18mS 2 10 200
TQ-72L.  {punto rossa) UHF rosse  Yep - 22 mS 2 10 a0
PNP Ampl. FI VCES 125 V P T 0 W hpg 1 >30 3 10
AF200 video TV VCRO : 25 V T, 45 °¢ g :150 3 10
ic 10mA T 90 °C Yie @ 92mS 3 10 35
TD-72LR Rihe : 200 CC/W
AF201 PNP impiego ¢ dati tecnici come AF200 eccatio: hFg : >20 3 10
TQ-72LA Y¥te 95 mS 3 10 a5
AF202 PNP Impiego e dati tecnici come AF200 eccetto: hEg 1 > 20 3 10
TQ-72LR ic : 30 mA Yfe 95 mS 3 10 35
PNP Ampi. FI VeES RV P 01W hEE : >20 3 0
video TV Vego (32 Vv Ta 45 °C g 180 3 10
AF2028 ic (30mA T 90 °C Yig : 95mS 3 10 36
TQ-72LR Rihe : 200 OC/W
PNP Ampl. RF VegQ (15 V P : 60 mW hrpg @ 33 2 10
oscill. conv. UHF Vego 120V Ty : 45 °C v : 20mS 2 10 800
AF239 ) . L o : 2 10 800
fino a 890 MHz I 10 mA T 190 °C Gyy @ 174dB
TO-72 fr @650 MHz 2 10
AF2385 PNP Impiego e dati tecnici come AF230 ecoetto: Gyr 15 dB ; :g 800
TG-72 fr 1780 MHz
PNP Ampl. RE Vego (15 V P 60 mW heE ¢ 25 2 10
AF240 oseill. VHF - UHF Vceo [ 20V Ta . 46 °C Gy : 14dB 800
TO-72 Ic  :1emA T :90°C fr 650 MH? 2 10
PNP Amm. RF per UHF WegQ (16 W P 90 mW heg @ 30 2 :2
AF251 Vceo 200V Ta : 46 °C fr ;750 MHz 2 12
MM - 12 Ic 110 mA Tj : 80 oc

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

Tl
aata 10 meco VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE a Ic Vee f -
CONT Ty = 25 °C) (Ta = 25 °C) (mA} (V) {MHZz)
PNP Oscill. conv. UHF Vegg 15 v P00 mW hgg : > 10 2 12
AF262 Vego 20V Ta 145 °C fr :650MHz -~ 2 2
MM -12A Ic :10mA T :90°C
PNP Ampl. RF per UHF  Vcgg 1 16V P90 mW hfg : > 10 2 12
AF253 VeRo 120V T, : 459C fr : 550 MHz 2 12
MM -12A Ig : 10 mA Tj 90 °C
PNP Ampl. RF VeeQ 1 18V P 90 mW hEg : 28 1 12
AF256 oscil. VHF VeBo 125V T, - 45 0C fr > 170 MHz 112
MM - 124 Ig S1omaA T 80 0°C ¥ip 14 mS 15
PNP Ampl. RF VCED 15V P :60mW hpg : 50 2 10
AF279 oscill. UHF VcRo 20V Ty : 65 °C tr 780 MHz 2 10
TO-50 tc  :10mA T, :90°C
PNP Ampl. RF VCEQ : 15V f B0 mW hFg : 25 2 10
AFZ280 oscill, UHF Vego t W0V Ta :65°C tr @550 MHz 2 1
T3-50 Ig :10mA T :90°C Gyr 12 48 2 10 BN
PNP Ampi, RF Vceo : 12V P 112 mW hpg @ 25 - 120 1 12
AFY12 osciil. VHF g c10ma T 46°C fr 230 MHz
TO-72 T, - 90°C
PNP Ampl. RF per UHF Vgeo - 30V P12 mW heg @ > 10 15 12
AFY16 Ilc  :10mA  T.: 45°C fr 550 MHz
TO-72 T : sooc
PNP Commutazione VCED : 40V P B0W hFg : 40-250 1000 1
AL100 alta velocita Vepo (100 v Te: 25 9C fr :7.5MHz 06 1
TO-3 I 10A 000
PNP Commutaziane VEED - 40V P:50W hpg @ 40-260 100G 1
AL101 alta velocita VeBo B0V Te: 25°C fr :7.5MHz 1000 1
T0-3 ic D10 A T; : 100 oc
PNP Ampl. finale BF VeEQ B0V P o125 W hfpg : 40-250 1000 1
AL102 Commutazione Voo 1 15 V Te: 81 °C 9 150 1000 1
TQ-3 Ic 5 A Ti ;100 °C i 4 MHz
PNP Ampl. finale BF Veeg 40V P :125W heg - 40 - 250 1000 1
AL103 Commutaziong Vepp 60V Te: B1°C g :80 1000 t
TC-3 o : 8A T“ 1 100 °C tt ¢ 3MH:
PNP Ampl. di potenza VGEQ ¢ 60V P : WDW brg : 30 - 180 500 2
- AL11Z Cammutazione VCBO - 130V Te: 60°C fr 3 MHz
S0T-9 Ig 6 A T; : 100 °C
PNP Ampl. di potenza VCED : 4V 10w hgg : 40 - 180 500 2
AL113 Cammutazione Veao T Vv Te: B60°C fr 3 MHz
sOT-8 Ic 6 A Tj 00 °C
PNP Commutazione Vegp - 15V P 0,15 W hfg : > 30 20
Vepo ¢ XV Ti : BS°C fr B MHz 3 5
ASY26 lc :D2ZA A 200 °C/W ton : 340 rs
T0-5 toff : 975 ns
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DATI TRANSISTORE 1 RSTT

TIPO
SIGLA a IMPIEGO VALOHl_ MA:')SIMl CARATTERISTICHE Ie VGE
CONT. T2 =25 °C) {Ta =259C) tmA) W)
PNP Impiego e dati tecnici come ASY 26 eccetto: hEE : 50 20 1
ASYZ7 veep 125V T 14 MMz 3 5
ton 250 ns
TQ-5 toff : 1000 ns
NPN Commutazione Veep @ 15V e c 015 W hfg : > 30 20 1
ASY28 Vepo 30V T . 88°C f¥ 14 MHz 3 5
Ic 102 A Rihe @ 200 °C/W ton :225ns
TO-5 tofr 775 ms
NPN Impiego e dati tecnici come ASY28 eccetto: hpg : >80 20 1
ASY29 Voo (B YV fr 20 MHz 3 5
ton : 185 ns
T0-5 toff : 800 ns
NPN Commutaziong VCEQ @ 15V P 10,14 W hFe : >50 200 1
ASY75 Veeo : 0V T o 78°C fT 110 MRz 3 5
TO-5 o 04 A Rthe : 200 °C/wW
PNP Commutazione Veep - 60V P C30W heg : 20 - 55 14000 i
o . . 4E ©, .
ASZ15 Circuiti alim. Voo - 1000V Te :45°C fr :02MH:z 1000 5
e . 8A Ty :€0°C
T0-3 Rihe : 1.5 9CAW
PNP Commutazione VCEp : 32 V P 30W hpg @ 45- 130 1000 1
Circuiti alim. vVego 80V Te :45°C fr 025 MHz 1000 5
Z1
sz ic :BA T :90%C
TO-3 Rihe : 1.5 2CAW
ASZAT PNP Impiego e dati tecnici come ASZ16 eccetio: hgg 1 25-75 1000 1
TO-3 fr 022 MHz 1000 &
AS218 PNP Impiega e dati tecnici come ASZ17 eccetlo: hpg : 30 - 110 1000 1
TO-3 Vepo 100V
PNP Ampl. uscita Veeo : 120V P D10W hFe : 12-50 10A
AUTO1 arizz. TV Vceo c 120V Te :109C 1 >04 MHz 500 2
I 10 A Tj :90°C
T0-3 Rihe : 2 9C/W
PNP Deflessione VeEX ¢ 155 V P 10W hpg : >18 1A 2
AUT03 orizz. TV Vepo 155V Tg @ 785 °C fr 15 MHz 600 2
Ie 1A Ty :90°C
TO-3 Rihe : 1.6 °C/W
PNP Deflessione WeEx (185w P 15 W hpg : > 18 oA 1
AT orizz. TV Vogg (185V  Te :6759C fr ¢ 15 MHz 500 2
e 12ZA T % o
TO-3 Rthe : 1.5 °CW
PNP Detlessione Vg 320V P :23W heg : 15 - 80 6000 i3
AU106 orizz. TV Ig T 10A Tc : 55 °C fr 2 MHz
T0-2 T, :90°C

DATI TRANSISTOR] 1 RSTT

TIPO
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SIGLA e IMPIEGO VALORI MoAsslMl CARATTERISTICHE a I¢ Vg
CONT. 1T, = 25 °C) Ty = 25 eC) tmA) )
PNP Defiessione Yoy @ 200V P o:30W hgg ;36 - 120 700 2
Au? vert. TV lg A Tc:45°C fr @ 2MH:
TQ-.3 T; :9C oc
PNP Detlessione VgpQ 100V P 30w hEE : 35 - 200 700 2
AU108 orizz. TV I c 104 T, : 45 °C
TO -3 Tj :90°C
PNP Deflessione VCRO [ 100V oW heg 0120 - 250 1000 2
AU108F orizz. TV g T 10A Te : 45 °C
T0-3 Tj 190°C
PNP Ampl. finale TV Vego 160 V P ow hFg @ 20-90 1000 2
AU1G I 10 A Te: 55°C
T0-3 T, : 100 °C
PNP Deflessione vego ( 320V P 23 W hEE : 15 - BO 6000 13
AU orizz. TV Ic 10 A T - 55 °C fr 2 MH:
TG-3 T 190 oC
PNP Deflessiune vepo 320V P 23w hEg : 15 - 40 6000 13
AU2 orizz. TV ' - 10 A T : 65 °C tr 2 MHz
T0-3 T, 190 °C
PNP Detlessione VCBD : 250 V Poo23W hpg - 15 - BO B0OC 1.3
AUMNI3 arizz. TV o  10A Te @ 55 °C
T0-3 ' T, 190 °C
NEM Progmpl & VCED - 45V P - O03W A hpg o180 {220 2 8§
BC1G7 pilata BF VeBG @ B0V Tp 175 0C B hpg ;280 [ :330 2 5
TO-18 Ic 01 A Rihe @ 200 °C/W fv 300 MHz i) 5
NPN Preampl. & VCEn 0 20V P C 03 W A bpg : 180 [ 220 z 5
pilcta BF Vcao 0 00V Ty 1759 B hpg : 290 [ : 330 2 5
BC 108 X o . -
i -01A Rine @ 200 SCAN C hep @520 4600 2 5
TO-18 fy - 300 MHz 10 5
NPN Praampl. BF VCEQ 20V P 03 W B hfg : 290 J 330 2 5
BC109 MG (HMOre Vepo 0 30V T 178°C C hgg : 520 § : 600 z 5
TO-18 Ic L0, A Rype - 200 °C/W fr 300 MHz 10 5
NPN Ampl. BF VeEQ 80V P - o03W heg ¢ .30 2 5
BC110 uiso generake Vcag B0V Tj :175°C fr 100 MHz 10 5
T0-18 Ic S0 mA  Rppe o 200 °CAW
NPN Preampl. BF VeEQ 25 W P DZW heg : 350 1 5
BC113 vepo - 30V Ty 135 °C g 350 1 5
TO - 106 Ig ;60 mA Ripe 200 °CW fr 60 MHz
BC114 PN Preampd. 8F Dati tecnici come BC113
TO-106 basto rumore
NPN Preampl. e VCEQ 0V P T O3W hFE @ 145 1 10
BCHIS pilota BF Vepo - 40V T, :128°C g 70 0
TO-105 Ig  :02A Ring | 125 °CW 1T . 40 MHz

—
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DATI TRANSISTORI 1 RSTT

TIPO
VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE a I Vg f
SIGLA [} IMPIEGO o o
CONT. {Ty = 28 °C} {Ty = 25 °C) ImA) (V) (MH2)
PNP Impiego generale VCEQ @ 4OV P 1 03W heg : 100 10 1
BC11B Vego c 4BV T 12B0C g o2 0 1 100
TO - 105 Ic 106 A Ripe @ 125 °CW fr 1200 MHz
NPN tmpiego generale VCED - 120V e 03w bFg : 50 10 10
BC117 alta tensione Vego ;120 v Tj :125°C g 50 10 5
TO-105 Rihg © 125 OCAW fr 140 MHz
NPN Impiego generale VeEQ (45 W P 02 W hFg : 40 - 160 1o 10
BC118 Vego 46 V T, 1BeC B 35 w15 100
TO - 106 Ahe : 200 2CAW tr 1350 MHz
NEN Ampl. uscita BF VeEQ (30 0V P 08 W hgg : 100 50 1
BC119 Vegp (60 V Tj :200°C g :>2 50 10 20
TO-39 Rihe : 35 OC/W
NPN Pilota orizz. e VeEQ (30 V P T GEW hgg : 70 10 10
8C120 vert, TV Vepo - 60V Ty :2w0°C g >2 50 10 20
TC-38 Rine : 583 °C f1 40 MHz
NPN Ampl. pilota BF VeEQ - 0V P :03W hFE : 50 1 1
BC1Z5 compl. BC126 Vego : 50V Tj :1269C g >z 50 10 20
TO- 106 I 06 A Athe : 125 °C/W tr 140 MHz
BC126 PNP Ampt, pileta BF Dati tecnici come BC125 eccatto: hpg : 62 1 1
TO-105 compl. BC125 Vepo 35V * fr 200 MHz
NPN Ampl. pilota BF VCED : 46 V P 135 mW hgg : 220 2 5
basso rumare vego - 50V Ta: 46°9C A B :125-260 2 5
BC1Z9 Ig : 01 A Tj =175 oC 8 [ :240-500 2 1
TO-18 fr :300MHz 0 5
NPN Ampl. pilota BF Veep - 20V P 136 mW hEE : 220 2 5
basso rumore Vego ;- 30V Ta: 45°C A B :125-260 2 5
BC130 Ic :0tA T - 175 °C B f8 : 240 - 500 2 5
C f 470-900 2 5
TO-18 fr @300 MHz "0 5
NPN Impiego e dati tecnici come BC130 eccesto: hEE @ 400 2 5
BC131 B f§ :240-500 2 5
TO-18 c f :470-9800 2 5
NPN Ampl. BF VCeED 125V PoID2W hEg : 220 t 1
BC132 Vepo f 0V Tjp 12509 g 240 t 5
TO-106 Athe : 200 °C/W fr 40 MHz
NPN Impiego generale VCEQ 148V P 02w hgg : 250 10 10
BC124 VeRo (45 YV T :126°C F 23 & w0
TO-106 Aphe 200 °C/W fr  : 350 MHz
PNP Amp!. uscita BF VCEQ - 40V P (R hFg : 90 t0 10
BC139 Vceo : 40V T :200°C g 2 50 10 100
TO-39 lc :D5A Rehc : 583 °CAW f7 140 MHz

DATI TRANSISTORI 1 RSTT

TIFO
SIGLA ° IMPIEGO VALORI MASSIML CARATTERISTICHE a l¢ v
CONT. Ty = 26 °C) (Tg = 25 °C} [mA)} vl
NPN Amgl, BF VCEQ 40V P :37W 6 hgg: 40- 100 100
BC140 besso rumore Vepp (BOV Te 45 °C 10 hpp: 683-160 100
corrt. rapida I P 1A T :175°C 16 hfg 100 - 250 100
TO-3 Rtha : 220 °C/W tr :>60 50 10
NPN Impiegd & dati tecnici come BC140 eccetio:
BC14Y VCEQ @ B0V
TO-38 Vepp : 100V
NPN Ampl. pilota ed VCEQ s B0V P:08W hgg : 80 200
BC142 uscita BF Voo t 70V fr 40 MHz
T0-5 compl, BC143
PNP Ampl, pilota ed VCEG s 60V P :08W hegg : 70 200
BC143 uscita BF VesQ @ B0V i1 1 100 MHz
TO-5 compl, BC142
NPN Ampl. pilota ed VCED 40V P:08W hFE : 40 300
actad uscita BF Vceo 60V iy - 40 MHz
T0-5 compl. BC139
NPN Ampl. pilota 8F VCED ; 45V P :025W A hpg:180 f:>126 2 5
BC14? SOT-25 compl. BC157 Vepo : 50V Tj : 126 °C B hpg:200 fA :>240 2 ]
MM -12 Ic 01 A tr : 300 MHz 10 5
NPN Preampl. e VCEQ : 20V P :026W A hFg:180 f:>125 2 5
—— pilota BF Vepo 0V Tj : 126 °C B hpp:280 B :>240 2 8
SOT-25 compl. BC158 Ic 101 A C hpg:520 g :>470 2 5
MM-12 fr 1 300 MHz 10 6
NPN Preampl. BF VCED - 20V P 026W B hpg:200 B :>2a0 2 &
BC140 SOT-25  besso rumore Vogp s WV Tj : 125 °C C hpg:520 f :>>470 2 &
MM-12  compl. BCI59 I'] Q1A t1 1300 MHz 10 5 .
PNP Preampl. & VCEQ - OV P 02w hfg : 135 1 -]
BC163 pilota BF Voo - 0V Ty :1260°C 1138 1 5
TO-108 e :01A Rehe © 200 OC/W fr @ 40 MHz
PNP Preamgpl. BF Dati tecnici come BC153 eccetto: hfg 230 1 [
BC154 alts guadagno 8 :230 t -3
TO-106 basso rumore
NPN Ampl. BF Voeo @ 5V P ;105 mW A B : B5-220 05 1
p— ) Vego ! 5V Te: 456°C B § :200-500 0,5 1
e :50mA Ty 1125 °C c B :470-900 05 1
TOM-13 2 > 50 MHz 2 5
NPN Ampi. BF VeEg : 5V P o 50 mW A B 85-220 05 1
BC166 ' Vego ¢ BV Ta: 45°C B § :200 - 500 05 '
I :80mA T 1125 °9C ¢ B :470-900 05 t
TOM-23 fr:>50 MHz 2 ]
- PNP Ampl. pilota BF VCEQ @ 45V P 025 W VI hee:140 B> 76 2 -]
BC157 SOT-25 compl, BC147 Vepo : SOV Tj @ 125°C A hEp:180 B :>126 2 5 )
MM-12 e :01A t7 : 160 MHz 1 b




Dati Transistori 2 3

(47 RSTT)
—
PO VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE
SIGLA o IMPIEGO CHE 2 ke €
CONT. [Ty = 28 °¢) {Ta = 26 °C) {mA) [\
PNP Preampt. & Veeo 1 26 W P :O25W Vvl hrg:149 f#:> 75 2 [
BCI68 pitota BF Voo ¢ 30V Tj : 125 9C A hpg:180 fg:>125 F4 5
80T-25  compt. BC148 Ig 01 A B hrg:200 (:2240 2 5
MM -12 fr <150 MHz 10 -
PNP Preampl. BF VCED - 20V P :025W A hpg:180 f:>126 2 5
BC159 SOT-25  batso rumors vVego s 25 Tj : 126 0C B hre:200 f(:>240 2 5
MM-12 compl. BC149 g 0T A fr 150 MHz 10 5
NPN Preampl. g VCED @ 46V P oi022W hfg : 220 2 5
— pilota BF Vepo s 5OV Tj : 12859C A @ :125-260 2 5
TO-92B basso rumore Ic 01 A B A :240-500 2 5
MM-11B  compl. BC257 fr  : 300 MHz 10 5
NFN Preampl. o VCEO : 20V P :022W hFE : 220 H 5
pilota BF VeBo : 0V Tj : 125°C A B :125-280 2 [
BC168 basso rumore ic :0,1A B B :240-500 2 5
TO-.g928 cempl. BCISE C B :470-900 2 5
MM-T1B fr 300 MHz 10 5
NPN Preampl. e Dati tacnici tome BC168 eccetta: hrg : 400 2 5
pilota BF B 1 249 - 500 2 B
BC183 TO-92B  basso rumore c f :470-900 2 5
MM-11B compl. BC258
NPN Ampl. RF-FI VeEQ t 20V P:02W hFe : 35-100 1
per AM-0C A hpg: 35-.100 1
BC170 Commutazione B hfFg: 80-250 1
€ hEg - 200 - 600 1
TO-92 {1 : 100 MHz
NPN Ampl, RF-FI VCEQ 145V P :D2W hFg 1 275 2
per AM-0C A hfg : 225 20
Bc7t B heg : 350 20
T0-92 fy : 300 MHz
NPHN Ampl, RF -F} VgEQ : 20V P :02W hpE : 225 2
per AM-0C A hpg: 226 20
BC172 B hfg : 350 20
C  hgg : 620 20
TO-92 T @ 300 MHz
PNP Preampl. VCEQ : 45 V P 03w V hpg: 75 B:> 50 2 5
pilota BF Vegp : 50V Ty :1769C VI hpp:140 g:> 76 2 5
BC177 compt. BC107 I ;01 A Rithe : 200 OC/W A hFg: 180 g:>>125 2 5
B hpg:280 (:>240 2 5
TO-18 fr 1130 MHz 10 5
PNP Preampl, & Dati tecnici come BC177 eccetto:
BC178 pilota BF VCEQ : 25 V
TO-18  compl, BC10B Vego 1 0V
PNP Preampl. BF VCEQ : 20V P 03W A hpg:180 f:>126 2 s
BC179 basso rumore Voo - B Y Tj :118%¢ B hrp:290 f§:>240 2 5

TO-18  compl. BC109 Ig  :01A Ry : 200 OC/W 130 MHz 10 5




34 Dati Transistori 2 Dati Transistori 2

TIPO
SIGLA e IMPIEGO VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE 2 Ic  Vee sGLa O MPIEGO VALORI MASSIMI CARATTERISTICME 2 I vge
CONT. a= ! {Tz = 25 °C) mAY (V) CONT. {T, = 25 o} {Ty = 25 °C) Y Y
8C183 NPN Ampl. RF - MF VCEQ 0V P .03W hgg : <85 2 NPN Pilota arizz. e VgeQ : 2BV F 06w hEg @ 30 - 140 10 1
TO-18 i1 150 MHz BC2104 vert, TV VCRO : S0V T :195¢eC tr : 250 MHz 20 19
lc  i07A  Rpne: 60°CW ton @ 30ns 150
NPN Applicazioni VCED : 25 V P oIODIW hEE > 25 1 10 To-s foti : 180 s 150
BC194 generali RF Vego - 40V Ta: 45°C fr :2»250 MHz 0 0
TOM-13  Commutazione Ic .08 A T 12 0C NP8 Pilota orizz, e VcEo t 40V P ; 0AW hpg : 70 10 1
BC21T vert, TV Vepp 80V ¥ 175°C fr 200 MHz 50 10
NN |moi v Casv P W Ig 1A Ripe : 35.0CW ton @ Ins 150
piega CED : 45 B0 m heg : 220 2 5 TC-6 toff : 180 ns 150
BC197 generale BF Vepo : S0V Ta: 45°C A J :125-260 2 5
s 0 A Ti 1125 °C B § : 240 - 50D 2 5 .
TOM-23 fr: 300 Mz 10 5 PNP Impiego generale VCED @ 30V P 04w A hrg: 40 -120 150 10
BC215 Vepo - B0V T :200°C B  hpg : 100 - 300 150 10
TO-18 lg  :05A  Rp: 140 °CAW 1200 MHz % 10
NPN mpiega ¢ dati tecnici come BC197 eccettor A § : 125 - 260 2 5
i 120V 8 : 240 - 500 2
BC198 CEQ B s PNP Preampl. & VeEG : 40V P : 02W hFE : 170 108
Vepo 30V C f :470-900 2 & ‘ o,
BC225 pilota BF Vego : WOV T :125°C 8 :18% 1 5
TOM-23 f1 1 300 MHz 16 5
TO-106 Ig : 01 A Rihe @ 200 °C/W
NPK Impiego VCEQ : 20V P . 50mW hEg : 400 2 5 .
NPN Impiego generale Vepo s 120V P 03w hpg : > 25 to 10
I : : o : -
BC189 generale BF veso : MV Ta: 45°C 8 :240- 500 z s 80236 RO - 170  alta tensione g : SDmA  T:126°C g > 0 5
ic (01 A Tj : 125 oc c g T 470 - 900 2 5
TOM-23 fr 300 MHz 10 5
NPN Impiego e dati tecnici come BC147 eccetto:
BC237 TO-92 P :03W
PNP Preampl. e VeED © 45V P 03W ¥ hpg: 76 8:.> 50 2 5 MM -11
pilota BF VoBD - 45V Tj : 125 oc ¥l hpg:M0 fB:> 75 2 5
BC204 TQ-92 . : B
o lc a1 A A hpe: 180 3.3325 2 5 NPN Impiego ¢ dati tecnici come BC148 eccerto:
T0- 106 B hpg:290 fJ:>2a0 2 5 p— 1052 P OIW
RO-110 fr 200 MHz 10 5 MM - 11
PNP Preampl. e Dati tecnict come BC204 eccetto:
BC205 TG-92  pilota BF VCEQ 120V NPN Impiego ¢ dati tecnici come BC149 ecostto:
TC-106 Vepg (20 BC239 TO-92 P 03W
RO-110 MM-11
PNP Preampl. BF VCEQ - 20V P 03w B hfg @ 290 2 5 ) i . .
so206 TO-82  basso rumore Vepg : M0V T : 125 0C B :>240 3 5 PNP Preampl. e VCED 45 v P, 0,22:\‘ Vi "FE: :;0 g >1;§ i
TO- 106 Ic 101 A fr : 200 MHz 10 5 BC267 pilota BF Vepo 50V Tj : 125 °C A hpg: 180 f:>
RO- 110 TO-928 compl. BC167 ic 10,1 A fr 1130 MHz A[+] £
NPN Preampi. e VCED : 45V £ o 0.3:.\' A hpg:180 B:200 2 s PNP Preampl. & VgeQ ¢ 25V P02 W Vvl hpg:110 g:> 7% 2
BC207 TO-92 pitota BF Vepo - 45V Tj : 126 °C B hpg:280 jJ:330 2 5 - pilota BF Vgogo - 30V Tj: 125 °C A hpp:180 f:>125 3
T0-106 Ic  i0rA g :200-330 z 8 compl, BC168 e :01A B hpE:290 B :>240 2
RO-110 fr :300 MHz 5 To-028 1 :130 MHz 10 5
NP Preampi. ° VcEO ov P_ 0'3:‘, A :FE ;:g g §0£ : : PNP Preampl. e VCED : 20V P :022W A hFgp:180 3:>128 2
BC208 TO-92  pilots BF Vepo 1 20V - Tp 125 °C¢ i hFE o2 3. 000 > s BC259 pitata BF Veso ¢ 25V Ty 1 126 °C B hrpE: 290 f§:>240 2
TO-106 Ic  :01A FE 520 f: TO.928  compl. BCI69 I :01A fr 1130 MHz 10 &
RO-110 fr 300 MHz 10 5. ,
. - NP Ampl. pilota BF VCED : 45V P :03/8W g 125 - 500 2 5
NPN Preampl. BF VCoED ¢ 20V P :03W B hpg:280 J:330 2 5 BE267 Commutazione Veao : 50V T . 175°C 12 200 MHz
BC209 TO-92  basso rumore Vopo @ 20V T 1126 °C C hpg:520 J:600 2 5 10-18 Ic 05 A
TO-106 I 01 A fy 1300 MHz 10 5
RO-110 NPN Ampi. pilota BF VeEp @ 20V P 10375 W 8 :126-900 2 5
BC268 alto guadagno Vo : 0V Tj : 178°C 1 : 200 MHz
NPN Pilota orizz. 8 VCED * 2BV P : 045 W hFE : 30- 140 10 1 TO-18  Communazione Ic 105 A
BC210 vert. TV Vego - 50V T 17559 fr 1250 MHz I ]
Ic  :07A  Rpe: 1009CW tan : 3ns 150 NPN Preampl. BF
TO-18B toff : 180 ns 150 BC269 basso rumore Dati tecnicl come BC268 eccetto: B :240 - 900 F 5

+ TO-J8  Commutazione
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SGLA 5. IMPIEGO VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE & ¢ VcE sota 00 piEGD VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE a lc Ve
CONT. 3= Ty = 25 90) {mA) v CONT. {Ta = 25 °C) (T, = 25 °C) (mA) fivi
NPN Ampl. pilota BF Dati tecnici come BC268 eccetto: .
BC270 T0-18 Commustazions Vego 120V o 3 :50-900 p) 5 NPN Impiego e dati tecnici come BC3I00 eccerto:
: B8C302 VeEQ " 45V
TO-39 Voo 60V
NPN Preampl. BF VeEp t WV P : 038 W A hpp: 200 B:220 1 5 — -
BC280 basso rumore Vopo @ 45 V T :200°C B-C hpg:380 f:370 1 5
T0-18 e S04 A . Repe: 146 OC/W PNP Impiego ¢ dati tecnici come BC300 eccetio: fy: 76 MHz
BC303 VeED B0V
TO-39% Vego B85 V
PNP Preampl. BF VCEQ - 45 V P :O36W A hpp:120 $:130 1 5 - 0
8C281 basso rumare vepo 46V Tj :200°C B heg: 200 200 1 5
10-18 e .02 A Rhe | 146 SCAW C hpp:250 f: 260 1 5 PNP Impiego e dati tecnici come BC300 eceetto: tr: 75 MHz
BC304 VCED 46 V
TO-39 Vv CBOV
NPN Ampl. pilota @ Veeg @ A0V 4 04 W hEg : 150 50 -] cso
BC282 finale BF Veo s 69V T} :200°C g 170 50 5
TO-18  compl. BC2B3 I 108A R : 134 9CW FNP Ampl. BF Veep : 45V P D 03W VI hpp: 75150 2 s
8C307 Vego SOV Tj - 125 °C A heg 125 - 260 o2 5
TO-92 I Q1A 1 - 150 MH 10
PNP Amp. pilota e Vegp - 30V Foi0aW hfE : 130 50 5 _ R ¢ i : B
BC283 finale BF Vego 0V Tj :200°C 8 10 50 5
TO-18  compl. BCZ82 Ic 106 A Repe © 134 OCW PNP Ampl. BF VCEQ - BV P :03W vt heg: 75-150 2 5
BCa08 Veeo - W0V Tj 1125 °C A hpg : 126 - 260 2 a
] ] e 01A B hpg : 240 - 500 2 5
NPN Ampl. pilota BF Vegp 1 @OV P 1 05W A hpp:230 f:265 1 10 1002 fr - 150 MHe 0 5
BC284 Vepo - MOV T, 2000°C B hpp:360 [:390 10 10
TO-18 Ig 102 A Rihe : 97 9C/W
PNP Ampl. BF VCEQ : 20V P . 03W A hfg @ 125 - 260 4 5
BC309 Vi : v T; : oC B hpg @ 240 - z
NPN Preamph, & Vepo 1120V P 036W heg 1 70 s 30 0.92 ICBD 02? A i1 'FE ,fsg Mfﬂ“ o :
BC28S pitota BF vepa $ 120V Tj - 2000C g :70 5 @ e T
TO-18  alta tensione Ic 101 A Rene © 146 °C/W !
PNP Pitota orizz. & VCEQ 40V P 08 W hFg - 70 10 i
B LT : 70 i H © f : 200 M 1
NPN Ampl. uscita BF VCER - 60V P : DAW hEg 170 w0 2 c33 0.8 :"szm :F :”CBO - : ;1 : ‘;: OEM T © 200 MHz e 10
BC286 . (RBE : <2008 Tj : 200°C § 120 100 2 c he |
Vego OV Rine : 43,7 °C/W
10-39 e - 1A NPN Preampl. 8F VCED 45V hEE : 325 - 500 2
BCAT A hgg : 125 -260 2
- B h ;240 - 2
PNP Ampl. uscita BF VgEQ 18OV P : 0BW neg : 90 100 2 TO-924 FE : 240 - 500
BC287 Vepo 160V T :200°C B %0 100 2 .
TO-39 Ic 1A Rinc : 43.7 9CW NPN Preampl. BF VCEQ (30V heg @ 126 - 900 2
BC318 A hpg :125- 260 2
. TG-92A B hrE : 240 - 500 2
NPN Amgl. uscita BF VeEo :40V P i OBA hFE : 160 w2 G-92 FE
BC283 Vego 80V Tj :200°C B 145 500 2 - -
TO-39 I T BA Rihe © 25 °C/W NPN Preampl. BF VCEQ 120V neg @ 460 - 900 2
c the BC318C
TO-92A
PNP Ampl. pilota 0 VeED 145V P :D3BW heg : 75 - 260 100 1
BC297 tinale BF VcBo - 50V T2 175°C fr 150 MHz NPN Prearnpl. BF VoEOQ 20V hgg : 230 - 900 2
TO-18  Commuazione Ig T 1A BC319 B hpg : 250 - 500 4
TO-92A C  hpg : 450 - 900 2
A - -
PNP Ampl. pilota o VCEQ (25 V P :0376W hEE @ 75 -500 100 1 - - -
BC298 tinale BF ) Vepo 0V Tj: 175°C fr 150 MHz NPN Ampl._ finale veeo © 60V P.OSW
TO-18  Commutazione Ig 1A BC323 10.76  vert, TV Vegp - 100 V
NPN Ampl. pilota BF Vegg @ 80V P BW hEg @ 40 - 240 150 10 —- T —— T
BC30a Commurtazions Vego s 120V Te 135 oe fr 120 MH: cana NPN Ampl. finale Vepo (55V P tO8W
TO-32 lc P05 A T 178 0C B TO-39  vert. TV VCRO (85 V
S P e
NPN Impiego e dati tecnici come BC300 eccetto: T T T - -
B8C301 VGEQ B0V PNP Amel. finale BF VCES @ S0V P :O05W hEE ¢ 100 - 60D 100 1
T0-39 Veeo (90 V Bc3z? compl, BC337 VCED ¢ 45V T 1s00C fr @100 MHz 10 5

T0-92 I :05A  Rypng: 170 9CW
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SIGLA e IMPLEGO VALORI MOASSIMI CARATTERISTICHE a {¢ Vce
CONT. {Ta = 256 °C) (Ta = 26 °C) {mA) vl
PNP Ampl. finale BF Dati tecnici come BCI27 eccetto:
BC326 compl. BC338 VCES (30 WV
TO-92 VCEQ 25V
NPN Ampt, finale BF Vogs @ B0V # :DE W hEE @ 100 - 500 100 1
BC337 compl. BC327 VCep : 45V Tj :160°C ft @200 MHz 10 5
TQ-92 I (05 A Ryhe @ 170 °CW
NPN Ampl. finate BF Dati tecnici come BC337 eccento:
BC33R compl. BC328 VCEs 30V
TO-92 VOEQ (2B Y
PNP Ampl. pilgta BF VCEQ @ 20V P 0375 W hpg . %0 - 500 to 5
BC370 Commutazione VeBo - 20V T : 175°C fr 150 MHz
TO-18 Ic 105 A
NPN Ampl. pilota BF VCEQ 45 V P :0375 W hEg : 79 - 500 100 1
BC377 Cormmutazione VCBO 50V Tjp: 178°C fr 0200 MHz
TC-18 ic 1A
NPN Ampl. pilota BF VgEQ 25 V P 0375 W hpg : 75 - 500 100 1
BC378 Commutazione Vego -9V Tj: 1759C fr : 200 MHz
TO-18 Ic 1A
NPN Arnpi. pilota Voo 1OV P :03W
BC395 Deflessione Vepo 80V
TO-29 vert. TV
PNP Ampl. finale . . 5
BC356 10-33  ver. TV Dati tecnici come BC393
PNP Ampl. alta tensione  Vcgp @ BOV P :036W bfEE : 160 2
BCa04 vepp ¢ BOV
TO-92 Ig 015 A
PNP Preampl. BF vego @ 60V P (I 036W hpg : 195
B TO -92  basso rumore Ig ;015 A
PNP Preampi. BF Vepo - 40V P :036W hEe : 290
8 TO-92 bassissimo rumore Ig 015 A
NPN Ampl. BF VCED MV F 0w hEE : 40 - 250 500 4
BC440 media potenza vVcpo 50V Te: 26°C fr >G50 MHz
TO-38  Commutazione I © 2A Tj : 200 °C
NPN Impiego e dati tecnici come BCA40 eccetto:
acamn VeED (B0 Y
TO-39 Vego 76 V
PNP Impiego ¢ dati tecnici come BC440 eccetio:
BC460 VGEQ 40V
TO-38 Vogo (50 V
PNP Impiego e dati tecnici come BC440 eccetio!
BC461 VgED B0V
TO-39 VgBO 175 V

Dati Transistori 2 R
TIPO
SIGLA o IMPIEGO VALORI MnAsslMl CARATTERISTICHE a ¢ Veg f
CONT. {Tq = 25 oC} (T3 = 25 °C) (mA] (V) {MHz)
BCSO7 NPN Preampl. BF Vego ¢ 7OV P :036WwW hgg : 230 2
TO-92 basse rumore I 102 A
BCS08 NPN Preampl. BF Veap 60V P 036 W heg : 350 2
TQ-92  basso rumore I 02 A
BE5OO NPN Preampd. BF VCBD @ B0V P :036W hEE : 195
TO-92  bassissimo rumere Ic 02 A
BC510 NPN Preampl. BF VeBg @ 40V P :036W hgg : 196
TO-92 hassissimo rumore e 02 A
NPN Ampl. BF VCEQ 140V P 185 W hgg @ 30- 90 1000 2
di potenza Vepo 60V Te : 45°9C hFg : 50-150 1000 2
BD109 Commutaziane ] :3aA T :1789C hFg : 100-300 1000 2
Rihe :  7OCW g : 30-300 1000 2
s0T-8 1 :>30MHz 200 10
NPN Ampl, finale VCEQ : 60V P : 15 W bFg : 100 500 10
BD vert. TV VeBO : B0V Te : 76°C g : s 500 5 20
1
ic A Ty :180°C
TO-3A {impulso di 10 s) Rypg : 5 OCW
NPN Ampl. BF e VoEo - 180V P . BW hgg @ 60 50 100
video TV vepo - 245V T3 @ 509C fr : H46 MHz 30 100
pilota stadi fc 10,15 A con diss. alluminio
BD115 Deflessione TV 30 cm?2, spessore 1,5 mm
T :200°C
Rihg ; 200 °C/W
TO-39 RAthe @ 12,5 °CAW
NPN Amp. finale BF VeEQ (60 V P 20w hpg : 120 200 10
Vepg B0V Te : 509 ;2,3 0 10 20
o116 I 3a T :1s0°C
TO-3A Rihe : 5 OCW
NPN Ampl. BF VCEQ : 6OV P T oW hFg : 70 50 5
df potenza Vego 100V Tc : 259C
BD117 Ti :150°C
TO-3A Ripe : 333 °CW
NPN Regolatare di Vepp 160V P 20W hEE : 90 100 5
tensione Vceo (BOV Te : 5009C :>15 200 10 20
BD118 T :180°C -
TO-3A Athc @ 5 OC/W
NPN Finale BF Vepg (46 P : ISW hrg : 60 50 5
VgRo i 70V Te :625°C T :120MHz 250 5
BD124 I :2A T :175°C
SOT-9 Rrne ¢ 7.5 °C/W
NPN Finale vert. TV Vego - d00 v P :165W hgg : 70 50 20
BD127 Vepo - 360V To: 2B OC fr :20 MH2 50 20
S0T-9 Ig 10,16 A Tj: 176°C
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SIGLA M IMPIEGO VAI.OR_I M:SSIIMI CARATTERISTICHE g VeE
CONT. {Ta = 25 °C) {Ty = 25 0y (mA} )
NPN Impiego generale di Dati tecnici come BD127 eccetra: hfFg : 50 50 20
BD128 polenza @ VCEQ : 360 Vv
SOT-9  alta tensione Vepo - 400 Vv
NPN Impiego @ dati tecnici come BD128 eccetto: hFg : 210 MHz 50 20
BOD129
80T-9 Vepo 1390V
NPN Pilota BF VCEQ : 45V P : §5W 6 hEE: 40-100 150 2
BD135 compl. BD'36 Vepo - 45V T 60 °C 10 hpg: 63-160 150 2
ic 05 A T, :1B9C 16 hEg : 100 - 250 150 2
T0-126 Rthe : 10 °CAW fr 250 MHz 50 5
aD136 PNP Pilota BF Oati . i .
TO-126  compl. BO135 ti tecnici come BO135 eccetto: fT : 75 MHz 50 5
NPN Pilota BF VCED - B0V P 65 W 6 hfFg: 40-100 150 2
BD137 compl. BD138 VCBo [ BOV Te 60 9C 10 hgp: 63 -160 150 2
tg (05 A T :125°C fy 250 MHz 50 5
TO-126 Rthe @ 10 °C/W
PNP Pilota BF
BD132 J ici H :
TO-126  compl. BO137 Dati tecnici come BD137 eccetto fr 76 MHz 50 B
NPN Pilowa BF Dati tecnici come BD137 eceatto:
BD129 compl. BD140 VoED (B0 V
TC-126 Vepo 180V
PNP Pilowa BF Dati tecnici come BD137 eccetto: fr 75 MHz 50 5
BD1ag compl. BD139 VCEQ : 80V a
TO-126 Vepo (BOV
NPN Ampl. finale BF Vceo 120V P 1 1I7W heg : 20 -70 2000 4
BD141 Commutaziong Vepo 1140V Te: 259C
TO-3 I ga Tj : 200°C
NPN Ampl. finale BF VCEQ 40V P 117W bFg :12,5- 160 4000 4
BD142 ' Commutazione Vgpo 50V Te: 25°C fr : 1L3MHz
TO-3 g 15 A Tj : 200 6C
NPN Cirgyiti VCER : 400 V P : BW hFE : >20 200 20
S04 defless. vert. TV {Rgg :=5008) T, : 95°C fr :12MHz 50 5
Vepo 400 V T :13°C
TO-3 Ic :0,25A Rthe ! 5 9C/W
NPN Circuiti VCEQ 60V 4 : 15W hpgg : >45 S00 0
BD145 defless, orizz. TV vegg 160V Te :100°C fy 1100 MHz 500 3
Ic EA T :175°C
TO-3 Rthe 5 9CW
NPN Ampl. finala BF VCEQ - 20V P . 22W hfg : 40 - 180 500 2
BD162 Commutaziona VeBo 40V Te: 60°C fr :>»0,8 MH:z
SOT-9 ' Ic : 4A Tj : 200 °C

Dati Transistori 2

TIFQ
SIGLA N IMPIEGO VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE » 1o Veg
CONT. Y3 =256 °C) T3 = 26 oC} ImA] {V)  [MHzf
NPN Impiego e dati 1ecrici come BDNG2 eccetto”
BD163 VeEQ 40V
s0T-9 Vepo 60V
NPN Ampl. BF VeEp - 80V P 375 W hFg : 20-70 4000 4
BD191 di potenza Vepo (1 100V T 26°C fr :>08MHz
SOT-9  Commutaziona I 15 A Tj: 175 °C
NPN Impiego @ dati tecnici come BO191 eccetto:
BD192 VeEQ (40 V hfg : 12,5- 160 4000 4
SOT-9 VepQ 150V fr 1.3 MHz
NPN Ampl. BF VCEQ 120V P :375W hFg : 20- 70 2000 4
BD193 di potenza VRO : 140V Te: 25°C
S0T-9 Commutazione g : BA Tyt 178 °C
NPN Ampl. BF VEeED : 300V P o21EW BEE 1 > 40 100 10
BD2156 di potenza Vepo tS00V Te: 26°C fr 10 MH:z
S0T-9  Commutazione Ic :05A T 175°C
NPN Ampl, BF VgEQ [ 200V P :215W hfg @ 40 - 150 00 10
BD216 di potenza Vepo 300V Te: 25°C fr @10 MHz
SOT-9  Commutazione e t 1A T 175°C
NPN Ampl, finale VCeo : 110V P :06W hEg : >20 W0 10
BF109 video TV Vepp 135V Tg:louoc fr ;135 MHz 10 10
TO-5 Commutazione ic : BOmA Ty 175 9C
NPN Ampl. finale Veps 160V P i Z5W heg 1 >30 0 10
videe TV lg : 40mA T 25 °C fr ;150 MHz 1o 10
BF110 T 2009
TC-39 Piha : 250 °C/W
NPN Ampl, video VCER : 200V P T 3w hFg : >>20 60 20
per TV color {RRE : <1 k§Y Tc :100°C fr 0120 MH2 xn 20
BFI Ig @oma T :175°C
T0-29 Rtha : 200 °C/W
NPN Ampl. finale VeEQ 1130V P 1059w heg @ >30 w0
videa TV Vegg 180V Ty 45 °C fr @80 MH: 10 10
BF114 ic S0mA T| : 175°C
TO-5 Rthe : B0 °C/W
NPN Ampl. RF AM-FM  VgEQ 1 30V P :0,145 W hpg : 47166 1 10
Ampl. BF Vepg 50V Ta: d45°C Yig @ 30mS 1 10 0
BF115 basso rumore ic :3mA Ty 175°C fr 230 MHz 110
T0-72R fg 1 MHz
et
NPN Ampt. finale VegQ (140 V Pi2W hgg : >25 30
BF1I7 TO-5 video TV i1 : 100 MHz
TO-39
NPN Oscill. conv, TV-FM  VgeQ 112V P 02W hfg : 50 3 1w
BF162 Vego 130V T :12°C g 8 3 10
TO-106 Rihe @ 200 °C/W fr 600 MHz
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TiPO TIPO
SIGLA o IMPIEGD VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE a Ic Veg f SIGLA VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE 2 g Ve
(T3 = 25 oC} (T = 25 0C) mA} (V) (MHz) e IMPIEGO
CONT. . CONT (Ta = 26 0C) {Ta = 26 9C) {mA) (V) {MHz)
NPN Aurpd, Fl- AM VCED : ki 1P__ 0.2:\‘ hFe : 60 3 6B NPN Preampl. video TV Vggp @ 30V P D3W B :200- 500 2 5
BETE3 Veeo 30V j 1128°C B 4 3 6 100 BF169 VeRg 50V T, :175°C i1 ¢ 250 MHz 7 5
Rehe ¢ 200 PCAW. Gir : 444dB 3 B 047 1013 : 50 mA R‘ - 200 OC/W T
TO- 108 fy @ 400 MHz c : the -
NPN Amgl. pitota Veeo : 20V B 03w heE : 50 0 10 BF1G9R :PN Impiego e dati tecnici come BFu[EQ eccetio;
8F154 video TV Vego 130V Tj :1259C g a 2 10 100 C-110 B 1w oc
TO - 106 Rync : 126 2CW fr 400 MiHz g
NPN Preampl. video TV VGEQ 0V 4 2175 mW hEE : 80-330 1 10
NPN Oscillconv. UHF VcEQ : 40V P 175 mW hFE : 70 25 12 BF169A Vepo 130V T 176 °C T 250 MHz L
BF155 Voo 40V T; 179G g . 8 25 12 100 TO-72R I 3mA  Rupg ;50D OC/W
TO-72 Ig 1 20 mA Rthe : 580 °%C/W i1 400 MHz e
NPN Preampl. video TV VCEQ : 0V P 03W RFE : >>90 1 10
BF 156 NPM Ampl. finale Vceo 120V P (08W BF169RA VgBQ 30V Tj -1280C ty 0 250 MHz 1 10
TO-5  video TV Vggo 120V RO-110R lc  :30mA
NPN Ampi. finale Vegg : 150 V P-OBW NPN Ampl. uscita FI VCEQ 1 2BV P 1026 W hpg @ 88 710
BF157 To0-5 videp TV Ve © 150 V video TV Vegg 40V Ta : 45°C ¥fa : 145 m5 7 10 35
) BF173 Ig ;25 mA alettan. 2 Gym : 925d8 7 10 as
T :1750C tr . 550 MHz 5 10
NPN Ampl. FI-TV YCEQ : 12V P D 02W hEg @ BO 4 10 TO-72R Riba © 0,85 °C
- vego 130V Ty :128°C g . 8 5 10 100
Rine : 200 °C/W Gy : 260B 5 10 40 ) )
O - 106 Fr 600 MHz NPN Ampl. finale video VCEQ : 150 V P D08 W hEg : 70 10 50
BF174 Veep @ 150V T; 200 9C B :a 10 50 20
TO-39 | 01 A A : o
NPN Ampl. F1-TV VeED : 20V P 1 02W hFE : 50 4 0 ¢ ’ the 38 OCM
vggo t40V Ty 1 135°C B : B 5§ 10 100
BF159 R 1 200 CW Gy : 28dB 5 10 40 NPN Ampl, FI per TV VCEQ (40 V P C 175 mW bpg 70 25 12
the
T0-106 fr 800 MHz BF175 AGC Vepo t 40V Tp :175°C B & 25 12 100
TO-72 Rthc ¢ 583 OC/W Gym - 30dB 4 12 40
NPN Ampi. FI VeED 12V P :02W hEg @ 50 3 1
BF160 per AM-FM Vego 130V T :126°C F : 8 3 10 100 NPN Ampl. Fl per TV VeEQ 40V P : 0,26 W hFpg : 65 0 10
Ryne 200 OCAW Gyr ¢ 324B 3 8 to? BF176 Veap s 40V T :12509C g :45 0 10 100
TO-106 fr - 400 MHz T0- 105 Rine @ 200 9CAW Gym : 30dB 10 0 3
NPN Oscill. conv UHF Veeg B0V P : 175 mw hFE : B0 3 10 NPN Ampl. finale Veep @ B0V P :06W hgg : >20 15
BF181 Veao 50V T 118 °C .68 3 1w 00 video TV vepo ( 100V T, ¢ 65°C fr 1120 MHz 10 10
lg  :20mA  Rpng : 580 °CAW Gym : 12dB 15 24 800 BF177 10-5 Ic ¢ SomA T; :200°C
TO-72 fr @ 350 MHz T0-39 Ring 45 9C/W
NP Ampl. RF -Fl e VeED - 40V Poo02W hFE : 70 4 NPN Impiego e dati tecnici come BF177 eccetto:
BF162 ascill. veep 40V Ty 128 :C fr ;400 MHz BF178 10.5 Vego 110V
TO-106 Rthe : 200 °CW T0-39 veo ¢ 160 V
NP Ampl. F1 per TV VeED 40V P P a2w hpe ¢ 70 4 " NPN impiego e dati tecnici come BF177 eccetto:
AGC VCBO 40V T :125°C : 6 4 10 100 P .O05W
BF163 At : 200 OC/W Gym : 30dB 4 0 40 BFI7ET o Ta : 659C
10-106 fr @400 MHz T0-39 Rine : 76 0C/W
N
NPN Impiega VeEQ MV P 1 175 mW hFg : 50 _ 25 12 ) . B ]
generale RF Vepp 40V T e o B . 25 12 100 NPN Impiego e dati tecnici come BF 177 eccetto:
BF 166 Rehe : 580 OC/W G © 18dB 3 10 200 BF178 TO-5 Veep 119 W
° : T0-39 Vego 250 V
TO-72 tr : 300 MHz
NPN Ampl. AF -FI VeEQ (30 V P :03W heg : 57 a 10 NPN Ampl. finale Ve 116 V P 17w heE 1 >20 0 18
per TV vego 4V Ta 45 °C vie :106mS 4 10 3 - video TV colare Vego 160V T 125 °C fr 120 MHz o 10
BF1e7 stadia controllato Ic :26ma T :175°C Gym : 420a8 4 10 35 BF178A TO-5 Ic : B0mA Tj :200°C
TO-72R Rinc : 650 °C/W fr 350 MHz 4 10 TO-39 Rihs © 220 °C/W
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TIPO VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE a I¢ Veg ! TikQ VALORI MASSIMI
SIGLA e IMPIEGO c Vce SIGLA 8 IMPIEGO CARATTERISTICHE a I Vg  f
CONT. {Ta = 25 0C) . {Ta = 25 OC} {mA} {V) {MHz) CONT. {T3 = 25 0C) (Ta = 26 oC} mAr (V] iMH2)
NPN impiego ¢ dati tecnici come BF179 eccetto: NPN
BF1798 TO-£ VeRo 220V BF 198 TQ-92R Impiego e dati tecrici come BF 196
T0-38 * MM-TIR
NPN Impiego e dati tecnici come BF179 eccetto: NPN
BF179C TO -5 Vepo 250 V P IOEW BF199 TO-92R Impiego e dati {ecnici come BF 197
TO-39 MM -11R
NPN Ampl. RF VeEQ : 20V P : 150 mW hFg : 45 2 10 NPN Ampl. VHF VCEQ 120V P :015W hFp @ 30 3 10
BF180 UHF - VHF Vepo C W0V Tj : 176 °C Gyp : 124dB T 10 900 BF200 VcBo 130V Tj . 178 °C ¥ie © S6mS 2 10 100
T0-72 Ic 1 20 mA fr 1675 MH:z 2 10 c 120 mA Gym © 2248 3 10 200
TO-72 tp 1650 MHz 3 10 '
NPN _ Osaill. conv. UHF Dati tecnici come BF 180 eccetto: hfg : 29 2 10 T - T —— -—- — —
; BF181 Gyy : 11dB 2 10 900 NEN Qscill. conv. UHF VeEgQ 20V P S 02w hgg @ 70 2 10
| T0-72 7 fr : 600 MHz 2 1w BF206 Vego 30V T, . 175%C Gp : 20dB 2 10 200
1 TC-72 IC S20mA Ry ;400 CW fr 1500 MHe 2 10
i NPN Oscill. conv. VCEQ 20V P 150 mW bpe @ 20dB 2 10 P - R
| - . v T O :
BF182 WHF - UHF :fcao ; ':’2 v T 176 °C gb : ‘15: ':: § :g x NPN Ampl. FI VCED [ 30V Poi0IsW heE B0 4 w0
C : . UM BF207 video TV VCBo 40V Ty : 175°C Yig ¢ 95 mS 4 10 366
TO-72 T 650 MHz 2 e stadho cantrollato Ig  :#mA Gypm : 42d8B 4 10 366
TD-72R tr ;400 MHz 4 10
NPN Impiego € dati tecnici come BF182 eccetto: hpg @ 26 3 10 - - B Ll T R
i BF183 Gym ¢ 13dB 3 10 900 BF NPN Impiego e dati tecnici come BF 207 eccetto:
10-72 fr 800 MHz 3 10 207R  go-110m P 03w
NPN °  Ampl. RF -FI VCEQ 120V P o145 mW hfg : 75-750 1.1 NPN Ampl. FI VCEQ (2B Y Poo023W hpe 100 7w
BF 184 per AM - FM Vepo RV Ty : 46 °C Yig : 36mS 1 W 100 video TV vego 40V T - 175°C Yie 146mS 7 10 365
T0-72R e :30mA T :175°C fr © 300 MHz 1w BF208 Ic 25 maA Gy : 438 7 10 368
— TO-72R ir . 600 MH2 7 10
NPN impiego e dati tecnici come BF 184 ecoetia: hFE: 34-140 1 10 i
BF185 vie : 33mS 10 100 NPN Impiego e dati tecnici come BF208 eccetto
TO-72R fr 1220 MHz L ‘ BF208R RO - 110R P 03w
_ NPH Ampl. finale VcER 1190V P 275 W hFE :2>20 40 20 NPN Ampl. RF per UHF  VggQ - 20V P @ 02W hFg @ 80 2 10
n ; . . o . -
! BF 156 di luminanza (RgE ﬁ;; l\:ﬂ) TF 145 OC fr :120 MHz 1t 10 BF212 . Vego 30V T, 175 9C tr 600 MHz
i VCBO ° T :200°C TO-72 Ic  :20mA
i TO-39 Ig . B0mA  Ripg @ 200 °C/W _
BF213 NPN Conv, UHF Dati tecnici come BF212 eccetto: hpg © 50 2 10
NPN Ampl. RF-FY VCEQ 20V P 02w hrg : 115 110 T0-72 i1 550 MHz 110
BF194 MM-12ZR  oscill. per AM-FM  Vggp 1 WV Tj : 125 °C ¥ie © 36 mS 110 35 .
B [l 1 30 mA A : 260 MHz 1 10
SQOT-25R o4 m T NFN Oscill, conv, VeED (30 V 4 ;185 mwW hFE ¢ 90-330 1 10
per CM-0C Vcpo 30V Tj :1715°C Yfe : 35mS 1 10 07
NPN Impiego # dati tecnici come BF 194 eccerto: hee : 67 1o BF214 Ampi. F) e 3mA R : 500 OCW fr 250 MHz 110
BF195 MM-12R Vi ¢ 31 mS 110 100 : TO-72R  per AM-FM
50T-25R - fr 1200 MHz 10
7 NPN Preampl. RF Dati tecnici come BF214 sccetto: hFg © 40- 165 110
NPN Ampl. FI-TV VCED 130V P :025W hpp @ >20 6 2 BF215 TO-72R  oscill. conv. per FM vip :33ms 1 100
BE CAG Vepo 40V Ty« 125 oc ¥fe - 100 m5 4 10 45
1% MM-12R g : 26 mA Gymp : 3948 4 30 45
SOT-25R fr : 400 MHz 4 10 NPN Ampl. RF Veeo (50 P D175 mW hpg : 60 2 7
BF222 conv. FM Vego s 50V T :175°C 8 . 4 2 7 100
TO-72 ! ¢ X mA R : 577 °C/N G 1 20 9B 4 5 100
NPN Ampl. uscita Fl VCEQ (2B V P :026W hpg :>38 7 10 c m the UM
video TV VeBo (40 V Ty : 125 °C ¥fe :155mS 7 1 45
BF197 MM-12R e . 96 mA Gyy @ 41dB 7 10 45 NPN Ampl. FI VCEQ 25V P 103/ W hgg : 2> 40 15 10
SOT-25R T . 550 MHz 5 10 BF223 SOT-25R per TV colore Vcepo : 3BV T :149°C Vg 200 mS 7 10 36
MM-12R g :40mA  Rync : 230 OCW fr : 750 MHz 5 10
l
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46 Dati Tramsistori 2 Dati Transistori 2 4y
TIPQ TIPO
SIGLA & IMPIEGO VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE a I¢ Ve f SIGLA M IMPIEGO VALOR| MASSIMI CARATTERISTICHE a I¢c Vgg f
CONT. Ty = 26 °C) {Ty = 25 0C) {mal (V) (MH2) CONT (Ta =259Q) {Ta = 25 0C) (mA) VI {MHz}
NP Ampt. FI VEED 25 V P . 50 mW hfe 0100 3 10 NPN Ampl. finale VeEQ @ 260 V P BW hEE : 28 o 10
BF227 video TV VeBo 140V Ta: 450C Yo @ 80mS 310 3 . BF258 video TV Ilc :01A T;:259C f7 110 MHz 30
TOM-23R Ig  :2BmA T 1259C fr 1 BOO MHz 3 10 TO-39 Tj :126°C
NPN Ampl. pilots VeeQ (B0 V P @50 mW hFE : >>30 2 10 NPN Ampi, tinale VCED 300V Fooo5W hEE 1 >25 30 10
BF228 per nixie Voo - 7V ¥a:4509C fr >80 0 10 BF259 video TV g T OLA Te :25°C tr 110 MHz 0
TOM-23 I : 50 mA Ti 11259C TO- 39 Ti 1125°C
NPN Impiego e dati tecnici come BF194 eccetto: BF280 NPN Freampl. VHF VCpO 4% V F 05w hrg ¢ 10 1 6
BF228 P . 80 mW TO-72R CAG lg (B0 mA T 1750C ty : 800 MHz
TOM - 23R T, : 45 0C
: N BF281 NPN Ampl. Fl Dati teenici come BF 260 eccetto: f1: 730 MHz
NPN Impiego e dati tecnici come BF195 eccetto! TQ-72R CAG Voo 400V
BF230 P 50 mW
TOM - 23R T, : 45 0C
NPN Ampl. Flper TV Vego 40V P 0150 W hEg : 45 is 10
BF27Q stadio convollzto Vepg -4V T+ 1750°C g 86 35 10 100
NPN Ampl. FI VCEQ 125V P 10,23 W hEE @ >30 7 10 . TQ-72R e 0 mA Rine © 750 OC/W
BF232 video TV VCRQ (4B V Ty :17809C f1 @ 600 MHz 0 10
T0-72% lc  :30mA - Bne 350 °CW NPN Ampl. FI-TV Vepo (46V P D24 W heg ¢ 75 w1
BF271 Vepg - A0V T; 2 175 06C B 110 o 15 100
NPN Oscill. cany, VCEQ " 30 V P :03W 2 bpg: 40- 70 1 19 TO-72R I .30 mA Rine : 375 CCAW
per OM-0C Vego 30V Tj:125°C 3 bhpg: 60-100 110
Ampl. FI Ig : 30 mA 4 hfg : 90-150 1 10
BF233 per AM - FM & heg : 140 - 220 1 10 NPN Oscill. conv, VCED 90V L4 10,150 W hfg : B0 1 7
6 hgg : 200 - 360 1 10 BF237 per AM VB A0 W T . 1780C g -6 1 7 e
¥fe @ 33m$ 110 107 Ampl. Fl I ;20 mA  Rype 750 °CW
RO-110R tr @250 MHz 0 TO-72R  per AM-FM
NPN ) B NPN Amgl. Fl Dati tecnici come BF287 eccetto: hEE - 90 17
BF234 RO -110R Impiego e dati tecnici corme BF233 eccetto: hFg : 90- 330 1 ¢ . BF288 per AM- FM B 5 1 7 100
TO-72A  stadio controllsta
NPN Preampl. RF
BF235 RO- 110/ wi":Dw EM Dati tecnici come BF233 eccetto : hEE - 40 - 165 110 NPN Oscill. sonv. UHE Dati tecnici come BF287 eecetto: hgg : 60 3 10
BF230 TQ-72R : 9 3 10 100
NPN Ampl. RF VeED 140V P 225 mW hpg © 67-220 -
BF240 TO-92R  per AM-FM Vepo 40V T; 125 0C ¥fe @ 75mS 2 10 w? NPN Pilota video VeeQ : 40V P :036 W A hfg @105 AN 1]
MM-11R ic 126 mA ty 430 MHz 110 Eluhoratare di Vepg - S0V Tj :200°C B hpg 1170 2 10
BF291 segnali di colore ic (01 A Athg © 146 OC/W f : 38 o 10 100
NPN Ampl. RF VCEQ 140 V P 225 mW hgg © 36-125 ton * 28 50 30
BFZ41 TO-92R  per AM e VeBO (40 V T 128 0C vie . 75mS 2 10 107 TO-18 toff 1 237 as 50 30
MM-11R  FM-AGC Ig 125 mA fr 1 400 MHz 1 10
NPN WUscita witko VCEQ : 150V P C0EW hpg ¢ 70 m 50
BF292A T0-5 alta tensione Veeo : 150 V T :200°C g :33 0w 50 20
NPN ) TO -39 Ic - 0VA  Rpg: 35OCW
BF254 TO -92R Impiego ¢ dati tecnici come BF184
MM-11R : .
. NPMN Impiego € dati techici come BF292A eccetto:
BF292B T0-5 VCED 190V
NPN TO-39 Vgag : 190 V
BF255 TQ-92R Impiego e dati tecnici come BF195
MM-11R
NPN Impiego & dati tecnici come BF 292A eccetto:
_ L BF282C T0-5 VCeo (220 V
NPN Ampl. finale VeEQ (180 V P GW hEg : >25 30 10 b 70-39 Vego 220 V
B8F257 video TV I 01 A Te : 2500 tr 110 MHz 30
To-38 Ty 125°C NPN Ampl. FI VeBo (40 V P :OIEW hrg : 35-125 1 6
BF302 TO-72R  per AM-FM ic :50mA  Tj - 176 °C ty 650
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48 Dati Transistoril 2
TIFO VALOR! MASSIMI CARATTERISTICH
SIGLA e IMPIEGO Ea tg Vgg f
CONT. Ta = 26 °C) {Ta = 25 °C) {ma) (V) (MHz}
BF303 NPN Ampl. FI per AM Vepo c 40V P :015W hgg : 110 - 220 H 6
-TO-72R 7o} :60mA T : 176°C fr 500 MHz
aF304 NPN Ampl. AF per VHF Vopo (0 V P :018W hEp : 35-120 H 6
T0-72R ic :80mA T 17500 fy 500 MHz
NPN Arpl. finale VeBo - IBS V P . GBW hFg : 20
BF305 video TV Ig Ot A T,: B5°C tr - 100 MHz
T0-39 Tj : 200 oc
NPN Ampi. Fi VCED (25 V £ 0175 mW hgg @ 37 7 10
BF306 video TV VCBo (40 v Tj: 175°C tr 1000 MHz
TO- 72R I 1 25 mA
NPN Ampl. FL - TV VCEQ 30V P 024w hfpg : >28 4
aFa0 Ic c26mA Ty: 45°9C vig ¢ >80 mS 4
TO -92 tr <{580 MHz 1
NPN Ampl. Fi-TV VCED (25 V P .028BW hEg 1 >>40 15
BF3IN Ic t40mA Ty 45°9C ¥fe @ ->166mS 7
T0 -92R tr 750 MHz 5
NPN Ampl, cony, VCED 30V P o029 W hpg : >28 4 10
BF34 per VHF L' 28 mA Ty 459C ¥ie :36mS 10
TO-92 fr @ <580 MHz 110
BF329 NS;'II\'IQSR Impiego e dati 1eenici come BF196
BF330 :;?_ 258 Impiego e dati 1ecnici come BF187
BF332 NPN Conv. oscill. AM Vepo 30V F 025W hfpg : 65-220 1T 10
SOT -25R Ic :30mA Ty 125°C fy : 600 MHz
BF333 NP Ampl. Fl Dati tecnici come BF332 eccette: hpg : 36-120 t 10
§0T -25R fr 400 MHz
NPN Ampl. Fi VgEQ (30 V P :025W hpE ¢ ©5- 220 1w
BF334 per AM -FM vego (A0 Y Ty @ 125°C ¥fe © 36mS o107
SQT-25R ic 1 25 mA tr ;430 MHz 10
NPN impiego e dati tecnici come BF334 eccetto: hFe : 36-125 1 10
BF336 50T-25R iy :370 MHz 1 10
NPN Ampl. tinale VCED : 180V P 3w hFg 1 2>20 30 10
BF336 video TV Vego 185V T :140°C fro >80 MHz 0 2
Ig T 01 A T -20$0 °oc
TO-39 Riha : 220 OC/W
NPN Impiego e dati tecnici come BF336 eccetio:
BF337 VCEQ 200 V
TO-39 Voo 280 v

4

- . .
Dati Transistori 2
TiPo VALORI MASSIMI CARATTERISTICHE
SIGLA e IMPIEGO 3 lc Ve
CONT. {Ta = 25 9C) {Ta = 25 oI ma} v
NPN hmpiego e dati tecrici corme BF336 eccetta:
BF338 VCED : 226 V
TO-39 V(CBO @ 300V
NPN Ampl. RF -FI VCEQ - 30V P :015W hEg @ 90 - 220 1 pli]
BF344 vVego - 30V Ty 7% oc fr @ 600 MHz
T0-18R Ic  G0mA
BF345 N Jonpi i BF : :
T0-18R mpiege e dati tecnici come BF344 eccetto: hpg - 40 - 115 1 10
NPN Ampl. uscita vego MoV P . 06W hFg : 20
BF 399 TV colore Ic 01 A Ta @ 65°C 1 0120 MHz
TO-39 T s cC
NPN Ampl. RF VGEQ @ 20V P 03w hFg : >»35 10 10
BFY37 Oscill, VHF vepg - 25V T 1175 °C 1 200 MHz ¢ 10
TO-18 lc 01 A Rypg: 150 OC/W
NPN Ampl. AF VeEG : 25V P 1 03W hpg : 35- 110 10 10
Oscill. VHF VCBD - 45V Tj :175°C hEE : 100 - 200 10 0
BFY33 g :O01A Rihe ¢ 150 2C/W hEE : 180 - 400 10 10
B :180- 400 i 10
TO-18 fr 1150 MHz L] 10
NPN Ampt. finale VCer 120V P : 0,8 W hFg : >35 50 10
BFY41 videa TV {RRe <2801 T :200°C
Vego 120V Rine @ 58 °CMW
TO-39 g 06 A
.NPN Ampl. finale Veeg (140 0V P :0BW hEg @ >25 10 10
BFY43 video TV Vggp 140V Ty 1175 °C fr 160 MHz 0 10
-39 le  :O1A
NPN Impiego generale VeEQ 3BV L L 08W hpg : 55 150 -]
BFYSQ TC-5 Commutazione Veeo (B0 V Ty :200°C g 45 10 &
TO-39 I 1A Rihe @ 35 °CW fr 1100 MHz 50 6
NPN Impiege gerersle VCEQ : 30V P : BB W hpg : 70 150 6
BFY51 T0-% Commutazione vepo (60 V T, :200°C g - 60 10 6
TO -39 ' Ic 1A Rihc @ 35 °C/W fy 110 MHz 50 ]
NPN Impiego generale VCEQ 120V P S DEW hgg : 130 150 ]
BFY52 TO-5 Commutazipne vepo t 40V T 2009 g 120 10 6
T0-39 I 1A Rhe 35 9CAW f1 o : 120 MHz 50 6
NPN Ampl. RF Veep : 32V P 1 03W hRE - 36 50 5
Oscill, VHF Veeo - 32V T :175°C fg 1200 MHz 10 10
B5X24 Commutazione I c01 A Rthe ¢ 150 9CAW tgn ¢ 26 ns 10 10
TO-18 totf © 400 ns 0 10
NPN Orscill, conv. VeEp ¢ 2BV [ 0B W hgg : 560 1 10
BSYS51 per OM - OC veRo - B0V T :200°C i) 30 - 100 1 5
T0-39  Commutazione Ig 105 A Ripg : 58 2CAW it . 100 MHz 50 w
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50 Dati Transistori 2
TiFO VALORI MASSIMI
SIGLA a IMPIEGO CARATTERISTICHE a Ic VCE
CONT. {T, = 25 °C} {Ta = 25 9C) imA) V)
NPN Impiego e dati tecnici come BSYS1 ecoetto: hEE : 100 B 10
BSY52 ’ B : s0-200 1 5
TD-38 fT 130 MHz - 50 10
NPN Ampl. finale Veeg @ G0V P : 15W hgg : 100 500 10
BU10G orizz. TV Vo ;150 v Te: 759C
TC-3A ic : 10A Tj 1150 9C
NPN Ampi. finale VCEQ 160V P 25W hEE ¢ 110 1000 5
BU102 orizz, TV vgep 400 V Te : 100 0C ton - 0,66 us
TO-3A I : TA Tj 1 150 °C toff : 11 us
NPN Finale vert. TV VegRp (120 P . J0OW hfg : 6O -200 200 10
BU103 {RRe :2208) TFg: 25°C fr 1100 MHz 100 10
10 -66 Veg0 ( 120V Tj 11759C
NPN Finale orizz. TV VCEX : 400 V P : BEW hEE :10-50 5000 35
BU104 VeBo 1400V Te: 25°C T 110 MHZ 500 10
TO-3 Ic : TA Tj :200°C
NPN Defiess. orizz. TV VGER : 750 V Po:0W hFE : B 800 5
(R : =100 §2) T¢: 80 °C fr 76 MHz 160 5
BU105 Vepo @ 750 V Tj :115°C
T0-3 '] 1 25A
NPN Defless. orizz. VCER : 750 V P :125W hEg : 4 4000 5
BU108 TV colore {Rge : <1008} To: 95°9C T 7 MHz 100 5
Veeo 750 V Tj - 115°C
TO-3 ] 1 S A
NPN Impiego e dati tecnici come BUT04 eccetto:
BU109 VCEX 1330V
TO-3 Vego 330V
NPN Finale orizz. VCEX 550 V P : B5EW hfg : >7 6000 2
8uU112 TV colore VeeQ 550 V Te: 25°C
TO-3 Ig ; 10A T :200°C
BU113 NPN Impiege ¢ dati tecnici come BU112 eceetto :
TO-3 VeEX : 700V
NPN Defless. orizz. VCER @ 600 V P : BOW hFg : 20-100 5000 5
BUTis TV colore {RBg :<x108) T : 765°C
VcBQ : BOO V Tp :180°C
TO-3 I i 15 A
NPN Commutazione Dati tecnici came BU115 eccetto:
BU11S VeER 300V
TO-3 VCBO 40V
NPN Ampl. pilota Dati tecnici come BU115 eccetto:
BU1T17 orizz. TV colore VCER 200V
T0-3 VeBo 1250 V
NPN . Chopper TV VeEQ : 250V P : BOW hFE : 35- 165 1000 5
BU120 Vepg 400V Tg: 75°C T 110 MHz
T0-3 Ic : 5A Tj:150°

.
Datl 1 % . ADuwrwrnas & 5
TIPO VALORI MASSIM! CARATTERI
8iG STICHE a g Vee f
LA CBNT. IMPIEGO Ty = 25 °C) {Ty = 25 °C) (mA) (V] {MH2)
" NPN Ampl. finale YCEQ 200V P 50 mW hEg : >7 6000 [
BUI2Y orizz. TV Vepo 320V Te: 75°C fr :6MH:z
TO-3 [F A Tj : 150 oC
NPN Ampl. finale VCeD 150 V P : 50W hgg : 26- 250 1000 5
BU122 ver, TV VCRO 250V Te: 1B°C fyr. 10 MHz
T0-3 Ic 5A Tj :1809C
NPN Ampl. finala BF VCED : 120V P : B0W hfg : 25- 250 1000 5
BU1Z3 alta tensione Vcpo 180V Tg: 78°C fr @10 MH:
TO-3 Commutaziona Ic 5 A Ty :1509C
NPN Defless. orizz. TV VCEQ : 300V P : 30w fr B MHz 20 10
BUI2G VeEx $750V Tg: 50°C
TO-3 Ic : 3A T 129
NPN Ampl, finale VeEx 400V P . 28W hgg : >20 3000 1,5
BU128 ortzz. TV Ig 5A T :100°C fr 10 MHz
TO-3 Tj 180 °C
PNP Impieghi VeEs (TOV P ‘015w § :50-600 & 12
SFT162 generali AF vepo OV T 100 oc fr : >70 MHz 6 12
TO-1 alta tensione Ic ;10 mA Ry @ 300 9C/W
PNP Preampl. video TV VCED : 16 ¥ P :DISW g 200 4 9
SFT183 Vepg 132V T 1005 f7 : 140 MHz 4 0
TO-1 Ig . :(10mA  Rehe @ 300 9C/W
FNP Ampi. BF VCER : BOV P :45W heg : > 15 6000 1
di potenza (Rgg 2208 T :25¢C Y hfpg: 30- 70 w000 2
SFT211 Vepo - B0V Tj :95°C X hpg: 50-100 2000 2
ic 6 A g 8 kHz 500 14
TO-3 fr 05 MHz 500 14
PNP Ampl. BF VCER: 40V P 45 W hpg : >20 3000 2
di potenza Rpe 22080 T :25°C Y hfp:30- 70 2000 2
SFT213 Vceo: 40V Tj :959C X hfg :50-100 2000 2
¢ 3A g :s0 000 B
TO-3 fg 8 kHz 500 14
PNP Ampl. BF VeBo B0V P o 45W hgg : >16 3000 05
di potenza I : 3A T :25°%C Z hFg: 20- 40 2000 2
Circuiti alim. Tj :96°C Y hpg:30- 70 2000 2
SFT214 X bEp:S0-100 2000 2
iz 8 kHz 500 14
TO-3 tr : 0.5 MHz OO 14
PNP Impiege e dati tecnici come SFT214 eccetta:
SFTZ0  1g.3 vggo B0V
PNP Ampl. FI VeEo (18 P 101EEW g :50 1 6
SFT306 per AM Vepo 24V T 100 °C Vig: 17-20mS 18 2
TO-1 Ig ;10 mA  Rpne @ 200 9°C/W fr : 5 MHz 1 6
PNP Impiego e dati tecnici come SFT306 eccetto: g 78 1 6
bianco g : 19-24 mS 1 6 2
8FT307 giallo  vyg: 22-28 mS 16 2
T9-1 fr : 7 MHz 18

"y o
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52 Dati Transistori 2
TIFQ VALCRI MASSIMI CARATTERISTICHE a g Vce f
SIGLA e IMPIEGO - 9RO © e D
CONT. . {T, = 25 °C) {Ta = 25 0 mA)] (V) (MHz)}
PNP Ampl. RF Dati tecnici come SFT308 sccetto: 8 :100 1 ’ 3
conv. oscill. OM bianca o 26- 1 2
SFT308 ¥ o . Vie 30ms 6
giallo  yygp 1 >28 m5 1 8 2
TO-1 fr @ 9 MH:z 1 B
PNP Ampl. FI VCEQ (16 V P L 0,15 W vioia [ @100 1 6
per AM- FM Vepo <32V LI ] oc bly £ 1350 1 B
SFT316 ) i X
cony. AM ¢ 10 mA Ry : 300 °C/W Vie: 20mS 1 6 50
TO-72L 10 70 MHz 1 6
PNP Conv. AM Dati tecnici come SFT316 eccetto: 8 150 1 6
SFT317 Yig: 15mS 1 6 50
T0-1 1 : 80 MHz 1 8
PNP Ampl. Fl per AM Dati tecnich come SFT316 eccetto: verde [ : 70 1 &
SFT319 .
T0-1 blu g :150 v 8
PNP Qscill. cony. Dati tecnici come SFT316 eccetto: B :1%0 1 &
$FT320 TO-1 per OM - QC fr: 60 Mb:z 1 6
PNP Ampl. finale BF Vegg : 0V P (D25 W hFg ¢ 20- 40 0o 1
Vepo ¢ 32V T 1009 oro hfFg = 25 100 1
SFT3Z1 Ig 103 A Rine : B0 OC/W arafcio hpg @ 35 160 1
- TB : 17 kHz 1 6
T0-1 - f7 0,8 MHz 18
PNP Ampl. finale BF VCEQ : 20V P02 w nEE @ 40- 60 oo 1
VCBO : 32V T, - 100°C giato  hfg @ 45 oo 1
SFT322 g 103 A Bthe @ 80 %CW verde hgg . 55 0o 1
fg + 1 18 kHz 1 6
TO-1 fr 7 1.2 MHz 1 6
PNP Ampl. finale BF Vegg 1 20V P Q2B V heg: 60-150 wo 1
compl. SFT373 Vepg - 32V T 1009 blu hfFg : 67 100 1
Ig :03A Ripe : B8O OC/W viola hpg : 80 100 1
SFT323 bianco hFg : 115 001
] 19 kHz 16
TO-1 T 24 MHz o6
PNP Preampl. BF VgEQ © 16V P 10,185 W v p 50 - 100 1 6
basso rumore VCRO @ 4V T 100 °C vi f# - 75-150 1 6
SFT337 g 1015 A  Rehg : 200°9CW Vil § :125-260 1 8
ig : 40 kHz 1 1}
T0-1 f1 @ 7MHz 1 6
PNP Preampl. BF Dati tecnici come SFT337 eccetto: £ . 45-160 1 &
verde [ : 55 1 6
SFT337A blu g. 1 -]
viola f : 90 1 6
TO-1t bianco § ;130 1 [}
PNP Ampl. BF VeEs ¢ TOV P :025W v g >30 1 B
alta tensione Veso @ 0V T o oet v § >80 1 B
SFT343 Ic 1015 A Fhe @ 80 °C/W vi g :>7% 1 8
tg : 1B kHz 18
TO-1 fr 1,2 MHz 1 6

Dati,
: TIPO
SIGLA " IMPIEGO VAI\:.?R_I 2-z‘lfcslsmﬂl CAR.ii\thEzFII?gICHE 8 fc Veg ¢
CONT. a = {Ta = 25 9C) mA) (V) (MH
PNP Preampl. & VCEO © 20V P :0,25W 8 :20-45 t []
pilota BF VeBO 1 32V T - 100°C org g .27 1 [
SFT351 Ig P05 A Rypg : 100 °C/W arancio 37 1 6
fﬁ 1 17 kHz 1 6
TO-1 fr 10,8 MHz 1§
PNP Impiego  dati tecnici come SFT351 eccetta: g :35-65 1 G‘
gialle f : 45 1 6
SFT352 verde 3 : 5§ 1 8
fg ¢ 1B kHz 1 6
TO-1 fr 1,2 MHz 1 6
PNP Preampl, & VeEQ @ 20V P :025W 8 55-250 16
pilota BF Vepg @ 32V LI 100 °¢C blu 8 : 1 3
Ic :015A Ry : 100 °C/W viala 8 : 90 1 6
SFT353 bianco 3 125 1 &
grigin f§ :195 1 &
3 : 19 kHz 1 6
TO-1 17 2.4 MHz 108
PNP Oscill, conv. VeEQ 16V P : 015 W g :150 1 6
SFT354 per OM-0C Veeo 32V T :100°% Yie:@ 38mS 1 6 05
TO-72L [P :10mA Ry @ 300 9C/W fr : BO MHz 1 -]
PNP Oscill, conv, Vcep 16 V P (DI5W g :150 1 6
SFT357 per MF Vego 132V T, - 100°C Vip: 16 mS 16 m
TO-72L Ic 10 mA  Rype @ 300 9C/W fr @ 90 MHz 1 6
PNP Preampl. RF VCEQ (16 V P 1015 W g 180 1 ]
SFT358 per MF Vepo 132V T :100°C ¥fp: 18mS 1 6 100
TO-72L Ig :10mA  Rype @ 300 °C/W fr : 110 MHz 1 B
NPN Ampl. finale BF VOEQ ¢ BV P ;025 W ¥V hpg : 60-100 100 1
compl. SFT323 Vepo - 12V Tj @00 oc VI hfg @ 75-150 100 1
I 10,3 A Rthe : B0 2C/W VIl hgg : 125- 250 100 1
SFT373 blu hEg @ 7O 100 1
viola hfg : 85 100 1
bianca hpg : 130 100 1
i3+ 35kHz 1 6
TG-1 tr : 35MHz 1 6
NPN Commutazione VCED : 2BV P ;03w hpg : 30-90 2 45
SFT713 Vepo 1 25V Ty :175°C fr :0MHz 10 6
TO-18 Ig 102 A Rihe @ 150 2C/W
® . % . -



54 Dati Transistori 2
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Emetlitore
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Dati Tramsistori
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Dati Transistori 2
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ALETTE DI RAFFREDDAMENTO

{dimensioni in mm)

ALETTA N° 1 (tipo Philips 56227)
Resistenza termica Rthd = 100 °C/W

Materiale: ottone placcato in nichel

ALETTA N° 2 (tipo Philips 56263}

Resistenza termica Rthd = 100 °C/W

Materiale: rame placcato in stagno
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ALETTA N° 3 (tipo Philips 56200)

Materiale: ottone placcato in nichel

Resistenza termica Rihd = 100 °C/W

ALETTA N° 4 (tipo Philips 56207}

Materiale: alluminio brunito

Resistenza termica Rihd = 60 °C/W

ALETTA N° 5 (tipo Philips b6265)
Materiale: alluminio brunito

Resistenza termica Rthg = 80 °C/W
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62 Dati Transistori 2

5.5

AN
(+) g  ALETTA N°6 (tipo Philips 56209)
® L s 1
Materiale: ottone placcato in nichel
[y
Resistenza termica Ripd = 75 °C/W
85
1) 3: ALETTA N° 7 (tipo Philips 56210)
__n_J
%{ Materiale: ottone placcato in nichel
—
Resistenza termica Rypd = 95 °C/W
1)
2
3
T *
| Jr— ALETTA N° 8 (tipo Philips 56208}
12
2
: Materiale: ottone placcato in nichel
: e
_ ﬁ Resistenza termica Rihg = 102 °C/W




